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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの画素領域に、第１および第２画素電極が設けられるとともに、
　１つの画素領域に対応して、データ信号線と、第１および第２走査信号線と、上記デー
タ信号線および第１走査信号線に接続された第１トランジスタと、上記データ信号線およ
び第２走査信号線に接続された第２トランジスタとが設けられ、
　上記第１画素電極は、上記第１トランジスタを介して上記データ信号線に接続され、上
記第２画素電極は、上記第１画素電極に容量を介して接続されるとともに、上記第２トラ
ンジスタを介して上記データ信号線に接続され、
　自段の画素領域に設けられた上記第１および第２画素電極の少なくとも一方と、前段の
画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも一方との間に保持容量が形成
されていることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項２】
　１つの画素領域において、第１走査信号線には、表示すべきデータ信号の信号電位を第
１画素電極へ供給するための第１ゲートオンパルス信号が供給され、第２走査信号線には
、共通電極電位を第２画素電極へ供給するための第２ゲートオンパルス信号が供給され、
　自段の画素領域に設けられた上記第１および第２画素電極の少なくとも一方と、前段の
画素領域に対応する第２走査信号線との間には保持容量が形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３】
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　上記第１トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比（チャネル幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比
）と、上記第２トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比（チャネル幅Ｗのチャネル長Ｌに対す
る比）とが互いに等しいことを特徴とする請求項１または２に記載のアクティブマトリク
ス基板。
【請求項４】
　上記第１および第２画素電極の一方に電気的に接続された結合容量電極を備え、該結合
容量電極は、絶縁膜を介して、上記第１および第２画素電極の他方と重なっていることを
特徴とする請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
　上記第１画素電極に電気的に接続された第１保持容量電極と、第２画素電極に電気的に
接続された第２保持容量電極とを備え、
　自段の画素領域に対応する上記第１および第２保持容量電極は、絶縁膜を介して、上記
前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも一方と重なっているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
　上記第１および第２トランジスタの導通電極と同層に形成された結合容量電極と第１お
よび第２保持容量電極とを備え、
　上記結合容量電極は、上記第１および第２画素電極の一方に電気的に接続されていると
ともに、層間絶縁膜を介して、上記第１および第２画素電極の他方と重なっており、
　自段の画素領域に対応する上記第１保持容量電極は、上記第１画素電極に電気的に接続
されているとともに、ゲート絶縁膜を介して、上記前段の画素領域に対応する第１および
第２走査信号線の少なくとも一方と重なっており、
　自段の画素領域に対応する上記第２保持容量電極は、上記第２画素電極に電気的に接続
されているとともに、ゲート絶縁膜を介して、上記前段の画素領域に対応する第１および
第２走査信号線の少なくとも一方と重なっていることを特徴とする請求項１または２に記
載のアクティブマトリクス基板。
【請求項７】
　層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第２画素電極と重なる結合容量電極と、ゲー
ト絶縁膜を介して上記前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも
一方と重なる第１および第２保持容量電極とを備え、
　上記第１トランジスタの導通電極から引き出された第１引き出し配線と上記結合容量電
極とが同層で接続され、上記第１引き出し配線と上記第１画素電極とがコンタクトホール
を介して接続されているとともに、上記第１引き出し配線と上記第１保持容量電極とが同
層で接続されており、
　上記第２トランジスタの導通電極から引き出された第２引き出し配線と上記第２画素電
極とがコンタクトホールを介して接続され、上記第２保持容量電極から引き出された第３
引き出し配線と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続されていることを特
徴とする請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項８】
　層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第２画素電極と重なる結合容量電極と、ゲー
ト絶縁膜を介して上記前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも
一方と重なる第１および第２保持容量電極とを備え、
　上記第１トランジスタの導通電極から引き出された第１引き出し配線と上記第１画素電
極とがコンタクトホールを介して接続されているとともに、上記第１引き出し配線と上記
第１保持容量電極とが同層で接続されており、
　上記第２トランジスタの導通電極から引き出された第２引き出し配線と上記第２画素電
極とがコンタクトホールを介して接続され、上記第２保持容量電極から引き出された第３
引き出し配線と上記結合容量電極とが同層で接続されているとともに、上記第３引き出し
配線と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続されていることを特徴とする
請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板。



(3) JP 5384633 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【請求項９】
　層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第１画素電極と重なる第２結合容量電極と、
層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第２画素電極と重なる第１結合容量電極と、ゲ
ート絶縁膜を介して上記前段の画素領域に対応して設けられた第１および第２走査信号線
の少なくとも一方と重なる第１および第２保持容量電極とを備え、
　上記第１トランジスタの導通電極から引き出された第１引き出し配線と上記第１結合容
量電極とが同層で接続され、上記第１引き出し配線と上記第１画素電極とがコンタクトホ
ールを介して接続されているとともに、上記第１保持容量電極から引き出された第２引き
出し配線と上記第１画素電極とがコンタクトホールを介して接続されており、
　上記第２トランジスタの導通電極から引き出された第３引き出し配線と上記第２画素電
極とがコンタクトホールを介して接続され、上記第２保持容量電極から引き出された第４
引き出し配線と上記第２結合容量電極とが同層で接続されているとともに、上記第４引き
出し配線と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続されていることを特徴と
する請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１０】
　走査信号線の延伸方向を行方向とすれば、２本の走査信号線は行方向に並ぶ２つの画素
領域に対応し、各画素領域には２つの画素電極が列方向に並べられ、
　行方向に隣接する２つの画素電極の一方に接続されるトランジスタが上記２本の走査信
号線の一方に接続され、上記２つの画素電極の他方に接続されるトランジスタが上記２本
の走査信号線の他方に接続されていることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記
載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１１】
　自段の画素領域に設けられた上記第１保持容量電極と、上記前段の画素領域に対応する
第１および第２走査信号線の少なくとも一方との重なり面積が、自段の画素領域に設けら
れた上記第２保持容量電極と、上記前段の画素領域に対応して設けられた第１および第２
走査信号線の少なくとも一方との重なり面積に等しくなっていることを特徴とする請求項
９または１０に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１２】
　１つの画素領域は、各画素電極に対応する副画素領域により構成され、
　各副画素領域は、液晶層に電圧が印加されたときの液晶分子のチルト方向が予め決めら
れた第１方向である第１液晶ドメイン、第２方向である第２液晶ドメイン、第３方向であ
る第３液晶ドメイン、および第４方向である第４液晶ドメインにそれぞれ対応する、第１
～第４領域を有し、
　上記結合容量電極は、上記第１～第４領域の内の隣り合う領域どうしの境界と重なって
いることを特徴とする請求項４に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１３】
　１つの画素領域は、これを横切る上記第１走査信号線によって２つの部分に分けられ、
その一方に上記第１画素電極が配されているとともに、他方に上記第２画素電極が配され
ていることを特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１４】
　１つの画素領域に、第３画素電極をさらに備え、
　上記第３画素電極は、上記第１画素電極と電気的に接続されていることを特徴とする請
求項１～９のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１５】
　１つの画素領域に、第３画素電極をさらに備え、
　上記第３画素電極は、上記第１画素電極に容量を介して接続されるとともに、上記第２
画素電極と電気的に接続されていることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項１６】
　上記第１～第３画素電極は、
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　上記第１画素電極の少なくとも一部が、上記第１走査信号線に近接し、
　上記第３画素電極の少なくとも一部が、上記第２走査信号線に近接し、
　上記第２画素電極の一方の端部が上記第１走査信号線に近接するとともに、他方の端部
が上記第２走査信号線に近接するように配されていることを特徴とする請求項１４に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項１７】
　上記第１～第３画素電極は、
　上記第２画素電極の少なくとも一部が、上記第１走査信号線に近接し、
　上記第３画素電極の少なくとも一部が、上記第２走査信号線に近接し、
　上記第１画素電極の一方の端部が上記第１走査信号線に近接するとともに、他方の端部
が上記第２走査信号線に近接するように配されていることを特徴とする請求項１５に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項１８】
　液晶表示装置に適用された場合に、上記第１画素電極を含む副画素が明副画素となり、
上記第２画素電極を含む副画素が暗副画素となることを特徴とする請求項１～１７のいず
れか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１９】
　液晶表示装置に適用された場合に、上記第１および第３画素電極を含む副画素が明副画
素となり、上記第２画素電極を含む副画素が暗副画素となることを特徴とする請求項１４
または１６に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２０】
　液晶表示装置に適用された場合に、上記第１画素電極を含む副画素が明副画素となり、
上記第２および第３画素電極を含む副画素が暗副画素となることを特徴とする請求項１５
または１７に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２１】
　上記層間絶縁膜は、上記結合容量電極と重なる部分の少なくとも一部が薄くなっている
ことを特徴とする請求項６に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２２】
　上記ゲート絶縁膜は、上記保持容量電極と重なる部分の少なくとも一部が薄くなってい
ることを特徴とする請求項６に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２３】
　上記層間絶縁膜は、無機絶縁膜と有機絶縁膜とからなるが、上記結合容量電極と重なる
部分の少なくとも一部については、有機絶縁膜が除去されていることを特徴とする請求項
２１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２４】
　上記ゲート絶縁膜は、無機絶縁膜と有機絶縁膜とからなるが、上記保持容量電極と重な
る部分の少なくとも一部については、有機絶縁膜が除去されていることを特徴とする請求
項２２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２５】
　上記有機絶縁膜には、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹
脂、ノボラック樹脂、およびシロキサン樹脂の少なくとも１つが含まれていることを特徴
とする請求項２３または２４に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２６】
　請求項１～２５のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備え、
　表示中に上記第２走査信号線が少なくとも１回選択されることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２７】
　上記第２トランジスタがオフするときに、上記データ信号線に共通電極電位が供給され
ていることを特徴とする請求項２６に記載の液晶表示装置。
【請求項２８】
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　上記第２トランジスタがオフするときに上記第１トランジスタがオン状態であるか、あ
るいは、上記第２トランジスタがオフするときに上記第１トランジスタが同時にオフする
ことを特徴とする請求項２７に記載の液晶表示装置。
【請求項２９】
　上記第２トランジスタがオフするときに、第１および第２画素電極の電位を実質的に共
通電極電位にすることを特徴とする請求項２６～２８のいずれか１項に記載の液晶表示装
置。
【請求項３０】
　上記第１走査信号線に供給される第１ゲートオンパルス信号と、上記第２走査信号線に
供給される第２ゲートオンパルス信号とは、同一の水平走査期間内でアクティブになると
ともに、
　上記第２ゲートオンパルス信号は、そのパルス幅が上記第１ゲートオンパルス信号のパ
ルス幅未満であり、かつ、上記第１ゲートオンパルス信号が非アクティブになる前に非ア
クティブになることを特徴とする請求項２６～２９のいずれか１項に記載の液晶表示装置
。
【請求項３１】
　上記第１走査信号線に供給される第１ゲートオンパルス信号、および、上記第２走査信
号線に供給される第２ゲートオンパルス信号は、表示すべきデータ信号の信号電位が上記
第１画素電極へ供給される期間よりも一水平走査期間前にアクティブになるとともに、
　上記第２ゲートオンパルス信号は、上記第１ゲートオンパルス信号がアクティブの間に
非アクティブになることを特徴とする請求項２６～２９のいずれか１項に記載の液晶表示
装置。
【請求項３２】
　各フレームにおいて、１画素領域内の全ての画素電極へ、少なくとも２回、共通電極電
位を供給することを特徴とする請求項２６～２９のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項３３】
　各フレームにおいて、表示すべきデータ信号の信号電位が上記第１画素電極へ供給され
てから、２／３フレーム期間経過後に、１画素領域内の全ての画素電極へ、少なくとも２
回、共通電極電位を供給することを特徴とする請求項３２に記載の液晶表示装置。
【請求項３４】
　各データ信号線に供給されるデータ信号の信号電位の極性は、一水平走査期間ごとに反
転し、
　上記データ信号の信号電位の極性が反転するときに、所定期間だけ各データ信号線への
データ信号の供給が遮断されるとともに、各データ信号線が互いに短絡され、
　上記第１および第２トランジスタは、上記所定期間内でオン状態であることを特徴とす
る請求項２６～３３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項３５】
　各走査信号線を駆動する走査信号線駆動回路を備え、上記第１および第２走査信号線そ
れぞれに供給される第１および第２ゲートオンパルス信号は、上記走査信号線駆動回路が
有する１つのシフトレジスタの同一段からの出力を用いて生成されていることを特徴とす
る請求項２６に記載の液晶表示装置。
【請求項３６】
　上記走査信号線駆動回路は、上記シフトレジスタと、列方向に並ぶ複数の論理回路と、
出力回路とを備え、
　上記論理回路に入力される、上記シフトレジスタの出力と上記走査信号線駆動回路の出
力を制御する出力制御信号とに基づいて、上記出力回路から出力される上記第１および第
２ゲートオンパルス信号のパルス幅が決定されることを特徴とする請求項３５に記載の液
晶表示装置。
【請求項３７】
　上記第１画素電極に供給される信号電位の極性は、１フレーム単位で反転することを特
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徴とする請求項２６～３６のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項３８】
　第１データ信号線に供給される信号電位の極性が一水平走査期間ごとに反転することを
特徴とする請求項２６～３７のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項３９】
　同一水平走査期間においては、第１データ信号線およびこれに隣接するデータ信号線そ
れぞれに、逆極性の信号電位が供給されることを特徴とする請求項２６～３８のいずれか
１項に記載の液晶表示装置。
【請求項４０】
　請求項１～２５のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備え、
　所定のフレームでは、上記第１および第２走査信号線の一方を走査することでトランジ
スタを介してこれに接続する画素電極に信号電位を書き込み、
　所定のフレーム以外のフレームでは、上記第１および第２走査信号線の他方を走査する
ことでトランジスタを介してこれに接続する画素電極に信号電位を書き込むことを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項４１】
　１つの画素に設けられた第１および第２画素電極に共通電極電位を供給した状態で、一
方の画素電極に接続するトランジスタをオフし、その後に他方の画素電極に信号電位を書
き込むことを特徴とする請求項４０に記載の液晶表示装置。
【請求項４２】
　連続する２フレームについて、
　最初のフレームでは、上記第１および第２画素電極に共通電極電位を供給した状態で、
上記第２画素電極に接続するトランジスタをオフし、その後に上記第１画素電極に信号電
位を書き込み、
　次のフレームでは、上記第１および第２画素電極に共通電極電位を供給した状態で、上
記第１画素電極に接続するトランジスタをオフし、その後に上記第２画素電極に信号電位
を書き込むことを特徴とする請求項４１に記載の液晶表示装置。
【請求項４３】
　上記第１および第２走査信号線のうち信号電位を書き込む際に選択される方の走査信号
線を、１フレームごとに切り替えるとともに、同一画素に対応する信号電位の極性を、２
フレームごとに反転させるか、あるいは、
　上記第１および第２走査信号線のうち信号電位を書き込む際に選択される方の走査信号
線を、連続する２フレームごとに切り替えるとともに、同一画素に対応する信号電位の極
性を、１フレームごとに反転させることを特徴とする請求項４１に記載の液晶表示装置。
【請求項４４】
　請求項１～２５のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板を備えることを特徴
とする液晶パネル。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする液晶表示ユニッ
ト。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の液晶表示ユニットと光源装置とを備えることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項４７】
　請求項２６～４３および４６のいずれか１項に記載の液晶表示装置と、テレビジョン放
送を受信するチューナー部とを備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１画素領域に複数の画素電極を設けるアクティブマトリクス基板およびこれ
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を用いた液晶表示装置（画素分割方式）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置のγ特性の視野角依存性を向上させる（例えば、画面の白浮き等を抑制す
る）ため、１画素に設けた複数の副画素を異なる輝度に制御し、これら副画素の面積階調
によって中間調を表示する液晶表示装置（画素分割方式、例えば特許文献１参照）が提案
されている。
【０００３】
　特許文献１に記載のアクティブマトリクス基板では、図４８に示すように、隣り合う２
本のゲートバスライン１１２の間に画素領域が設けられ、画素領域の上端（ゲートバスラ
インに隣接する部分）に画素電極１２１ａが配され、中段に画素電極１２１ｂが配され、
下端（隣のゲートバスラインに隣接する部分）に画素電極１２１ｃが配され、画素電極１
２１ａおよび画素電極１２１ｃが、トランジスタ１１６のソース電極１１６ｓから引き出
されたソース引き出し配線１１９に接続され、ソース引き出し配線１１９に接続する制御
電極１１８が絶縁層を介して画素電極１２１ｂと重なっており、中段の画素電極１２１ｂ
は、画素電極１２１ａ・１２１ｃそれぞれに対して容量結合されている（容量結合型画素
分割方式）。このアクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置では、画素電極１２１
ａ・１２１ｃに対応する副画素それぞれを明副画素、画素電極１２１ｂに対応する副画素
を暗副画素とすることができ、これら明副画素（２個）・暗副画素（１個）の面積階調に
よって中間調を表示することができる。
【０００４】
　このような容量結合型画素分割方式の液晶表示装置では、容量結合される画素電極１２
１ｂに蓄積する電荷の影響により、画素電極１２１ｂを含む副画素において、焼き付きが
生じることが知られている。
【０００５】
　具体的には、図４９に示すように、トランジスタ５６を介してソースライン５５に直接
接続される画素電極６１ｂでは、１フレームごとにトランジスタ５６がオンになることに
より、画素電極６１ｂとソースライン５５とが電気的に接続されるため、画素電極６１ｂ
ではトランジスタ５６がオフの期間に蓄積された電荷がオンの期間にソースライン５５に
流れる。そのため、画素電極６１ｂには直流電圧成分はほとんど残留せず、焼き付きが生
じ難い。一方、画素電極６１ｂに容量結合される画素電極６１ａでは、トランジスタ５６
がオンになっても、画素電極６１ａに蓄積された電荷がそのまま保持される。そのため、
画素電極６１ａには直流電圧成分が残留し、これに起因して画素電極６１ａを含む副画素
が焼き付くことになる。
【０００６】
　この焼き付きの問題を解決する方法の一例として、特許文献１に記載のアクティブマト
リクス基板では、図４８に示すように、画素電極１２１ａに容量結合される画素電極１２
１ｂを、ゲートバスライン１１２から離間して配置している。つまり、画素電極１２１ｂ
を、画素電極１２１ａと画素電極１２１ｃとの間に配することにより、ゲートバスライン
１１２に流れる信号の直流電圧成分による画素電極１２１ｂへの電荷の流入を抑えること
ができる。これにより、焼き付きの発生を抑えることができる。
【０００７】
　ところが、この構成では、画素電極１２１ｂが、依然としてフローティング状態である
ため、電荷の流入を完全に防ぐことはできず、高品位の表示を得ることは困難である。
【０００８】
　また、非特許文献１には、上記のようなフローティング状態の画素電極を、トランジス
タを介してソースラインに直接接続する構成が記載されている。図５０は、非特許文献１
に記載の液晶パネルの一部を示す等価回路図である。この液晶パネルは、同図に示すよう
に、隣り合う２本のゲートバスラインの間に画素領域（主画素領域（Ｍａｉｎ　ｒｅｇｉ
ｏｎ）、副画素領域（Ｓｕｂ　ｒｅｇｉｏｎ））が設けられ、主画素領域に対応する主画
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素電極は、第１のトランジスタ（Ｍａｉｎ－ＴＦＴ）を介してソースライン（Ｄａｔａ　
ｌｉｎｅ）に接続され、副画素領域に対応する副画素電極は、第２のトランジスタ（Ｓｕ
ｂ－ＴＦＴ）を介してソースラインに接続されている。そして、第１および第２のトラン
ジスタは、それぞれ同一のゲートバスライン（Ｇａｔｅ　ｌｉｎｅ）に接続されている。
【０００９】
　この構成によれば、第１および第２のトランジスタがオンすると、ソースラインと副画
素電極とが電気的に接続されるため、副画素電極に蓄積された電荷が放電（リフレッシュ
）される。これにより、フローティング状態の画素電極を含む副画素の焼き付きの発生を
抑えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００６－３９２９０号公報（２００６年２月
９日公開）」
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】「ＳＩＤ　０７　ＤＩＧＥＳＴ　ｐ１０１０～ｐ１０１３」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、非特許文献１の構成では、主画素電極および副画素電極が、それぞれ、第１
および第２のトランジスタを介して、同一のゲートバスラインおよび同一のソースライン
に接続されているため、第１および第２のトランジスタのオン時間（ゲートオン時間）が
互いに等しくなる。
【００１３】
　画素分割方式において、ゲートオン時間が等しい場合には、画素電極へ供給される電位
は、トランジスタ特性の比率、すなわち、トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比（チャネル
幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比）で規定されることになる。つまり、上記の構成では、明
副画素および暗副画素を形成するために、主画素電極に接続される第１のトランジスタの
チャネルのＷ／Ｌ比（チャネル幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比）と、第２のトランジスタ
のチャネルのＷ／Ｌ比（チャネル幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比）とを、互いに異ならせ
ることが必要となる。
【００１４】
　そのため、このような液晶パネルを製造する場合には、チャネルサイズの異なるトラン
ジスタを予め設計する必要があり、設計が複雑化する可能性がある。また、液晶パネルの
完成後に、例えば各画素電極への書き込み時間を変更するといった調整が困難となり、製
品の自由度が低下する。また、ソースラインおよびゲートバスラインの線幅のシフトによ
りトランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比が変化するため、表示面内において第１および第２
のトランジスタの特性が互いに異なり、表示品位の低下を招くおそれもある。
【００１５】
　さらに、トランジスタのチャネルサイズにより明副画素および暗副画素を形成する構成
の場合、駆動周波数が互いに異なる液晶パネル（例えば、６０Ｈｚ駆動の液晶パネルと１
２０Ｈｚ駆動の液晶パネル）では、いわゆる白浮きを抑制する効果がそれぞれ異なるおそ
れがあり、液晶パネルの共通化が困難となる。
【００１６】
　本発明では、容量結合型画素分割方式の液晶表示装置において、副画素の焼き付きに起
因する表示品位の低下のおそれが少ない構成を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本アクティブマトリクス基板は、１つの画素領域に、第１および第２画素電極が設けら
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れるとともに、１つの画素領域に対応して、データ信号線と、第１および第２走査信号線
と、上記データ信号線および第１走査信号線に接続された第１トランジスタと、上記デー
タ信号線および第２走査信号線に接続された第２トランジスタとが設けられ、上記第１画
素電極は、上記第１トランジスタを介して上記データ信号線に接続され、上記第２画素電
極は、上記第１画素電極に容量を介して接続されるとともに、上記第２トランジスタを介
して上記データ信号線に接続され、自段の画素領域に設けられた上記第１および第２画素
電極の少なくとも一方と、前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なく
とも一方との間に保持容量が形成されていることを特徴とする。
【００１８】
　本アクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置では、１つの画素領域内の各画素電
極それぞれが、異なる走査信号線に接続されたそれぞれのトランジスタを介してデータ信
号線に接続されるため、信号電位を供給するタイミングを画素電極ごとに異ならせること
ができる。そのため、例えば、一方の画素電極へ正規の書き込み用の信号電位を供給する
前に、この画素電極に容量結合される他方の画素電極へ、トランジスタを介してデータ信
号線に電気的に接続して、信号電位（例えば、Ｖｃｏｍ）を供給することができる。
【００１９】
　このように、正規の書き込みが行われる前に、トランジスタを介してデータ信号線に接
続される画素電極に容量結合される画素電極（容量結合電極）に対して、容量を介するこ
となくデータ信号線から信号電位を供給することができるため、この容量結合電極に蓄積
された電荷を放電（リフレッシュ）させることができる。そのため、この画素電極を含む
副画素の焼き付きの発生を抑えることができる。また、上記の構成によれば、従来のよう
に、トランジスタのチャネルＷ／Ｌ比を調整する必要がなく、同一のチャネルサイズでア
クティブマトリクス基板を構成することができる。よって、トランジスタの特性のばらつ
きによる表示品位の低下を抑えることができるとともに、液晶パネルの共通化を図ること
ができる。
【００２０】
　さらに、上記の構成では、自段の画素領域に設けられた画素電極の保持容量が、走査が
終了した前段の画素領域に対応して設けられた走査信号線（第１および第２走査信号線の
少なくとも一方）との間で形成されているため、保持容量の値を増大させることができる
とともに、保持容量の値の変動を抑えることができる。よって、表示品位の向上を図るこ
とができる。
【００２１】
　本液晶表示装置は、上記いずれかに記載のアクティブマトリクス基板を備え、表示中に
上記第２走査信号線が少なくとも１回選択されることを特徴とする。
【００２２】
　これにより、表示中に少なくとも１回は、第１トランジスタを介してデータ信号線に接
続される第１画素電極に容量結合される第２画素電極を、第２トランジスタを介してデー
タ信号線に電気的に接続することができるため、第２画素電極に蓄積された電荷を放電（
リフレッシュ）させることができる。そのため、第２画素電極を含む副画素の焼き付きの
発生を抑えることができるとともに、表示品位の低下を抑えることができる。
【００２３】
　本液晶パネルは、上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする。本液晶表
示ユニットは、上記液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする。本液晶表示装置
は、上記液晶表示ユニットと光源装置とを備えることを特徴とする。本テレビジョン受像
機は、上記液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナー部とを備えることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　以上のように、本アクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置では、トランジスタ
を介してデータ信号線に接続される画素電極に容量結合される画素電極に蓄積された電荷
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を放電（リフレッシュ）させることができるため、この画素電極を含む副画素の焼き付き
の発生を抑えることができるとともに、表示品位の低下を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】液晶パネル５ａの構成を示す回路図である。
【図２】液晶パネル５ａの構成（具体例１－１）を示す平面図である。
【図３】図２のＡ－Ｂ断面の具体例を示す断面図である。
【図４】図２のＣ－Ｄ断面の具体例を示す断面図である。
【図５】図２のＡ－Ｂ断面の他の具体例を示す断面図である。
【図６】図２の液晶パネル５ａの他の構成を示す平面図である。
【図７】液晶パネル５ａの他の構成（具体例１－２）を示す平面図である。
【図８】液晶パネル５ａの他の構成（具体例１－３）を示す平面図である。
【図９】図８の液晶パネル５ａにおいて、各副画素領域が４つの液晶ドメインＡ～Ｄに分
割されている状態を示す平面図である。
【図１０】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャ
ートである。
【図１１】図１０の駆動方法を用いた場合の各フレームの表示状態を示す模式図である。
【図１２】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミング
チャートである。
【図１３】液晶パネル５ａ・５ｂを駆動するゲートドライバの構成を示す回路図である。
【図１４】図１３のゲートドライバの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図１５】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミング
チャートである。
【図１６】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミング
チャートである。
【図１７】液晶パネル５ａ・５ｂを駆動するゲートドライバ他の構成を示す回路図である
。
【図１８】図１７のゲートドライバの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図１９】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミング
チャートである。
【図２０】液晶パネル５ａ・５ｂを駆動するゲートドライバ他の構成を示す回路図である
。
【図２１】図２０のゲートドライバの駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図２２】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミング
チャートである。
【図２３】液晶パネル５ａの構成（具体例１－４）を示す平面図である。
【図２４】図２３の液晶パネル５ａにおいて図１０の駆動方法を用いた場合の各フレーム
の表示状態を示す模式図である。
【図２５】液晶パネル５ａの他の構成を示す回路図である。
【図２６】液晶パネル５ａの構成（具体例１－５）を示す平面図である。
【図２７】図２６の液晶パネル５ａにおいて図１０の駆動方法を用いた場合の各フレーム
の表示状態を示す模式図である。
【図２８】液晶パネル５ａの構成（具体例１－６）を示す平面図である。
【図２９】液晶パネル５ａ・５ｂを備えた液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミング
チャートである。
【図３０】図２６および図２８の液晶パネル５ａにおいて図２９の駆動方法を用いた場合
の各フレームの表示状態を示す模式図である。
【図３１】液晶パネル５ｂの構成を示す回路図である。
【図３２】液晶パネル５ｂの構成（具体例２－１）を示す平面図である。
【図３３】図３２のＡ－Ｂ断面の具体例を示す断面図である。
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【図３４】図３２の液晶パネル５ａの他の構成を示す平面図である。
【図３５】液晶パネル５ｂの構成（具体例２－２）を示す平面図である。
【図３６】液晶パネル５ｂの他の構成を示す回路図である。
【図３７】液晶パネル５ｂの構成（具体例２－３）を示す平面図である。
【図３８】液晶パネル５ｂの構成（具体例２－４）を示す平面図である。
【図３９】ＭＶＡ構造の液晶パネル５ａの構成を示す平面図である。
【図４０】図３９の液晶パネル５ａの一部を拡大した平面図である。
【図４１】本液晶表示ユニットおよび本液晶表示装置の構成を示す模式図であり、（ａ）
は本液晶表示ユニットの構成を示し、（ｂ）は本液晶表示装置の構成を示す。
【図４２】ソースドライバの他の構成を示す回路図である。
【図４３】ソースドライバのさらに他の構成を示す回路図である。
【図４４】本液晶表示装置の全体構成を説明するブロック図である。
【図４５】本液晶表示装置の機能を説明するブロック図である。
【図４６】本テレビジョン受像機の機能を説明するブロック図である。
【図４７】本テレビジョン受像機の構成を示す分解斜視図である。
【図４８】従来の液晶パネルの構成を示す平面図である。
【図４９】従来の液晶パネルの構成を示す平面図である。
【図５０】従来の液晶パネルの構成を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明にかかる実施の形態の例を、図１～４７を用いて説明すれば、以下のとおりであ
る。なお、説明の便宜のため、以下では走査信号線の延伸方向を行方向とする。ただし、
本液晶表示装置（あるいはこれに用いられる液晶パネルやアクティブマトリクス基板）の
利用（視聴）状態において、その走査信号線が横方向に延伸していても縦方向に延伸して
いてもよいことはいうまでもない。また、本実施の形態で示すトランジスタのチャネル特
性（ｎ型・ｐ型）は特に限定されるものではない。
【００２７】
　〔実施の形態１〕
　図１は本実施の形態１における本液晶パネルの一部を示す等価回路図である。図１に示
すように、液晶パネル５ａは、列方向（図中上下方向）に延伸するデータ信号線（１５ｘ
・１５Ｘ）、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線（１６ａ～１６ｆ）、行およ
び列方向に並べられた画素（１００～１０５）、および共通電極（対向電極）ｃｏｍを備
え、各画素の構造は同一の構成である。なお、画素１００～１０２が含まれる画素列と、
画素１０３～１０５が含まれる画素列とが隣接している。
【００２８】
　液晶パネル５ａでは、１つの画素に対応して１本のデータ信号線と２本の走査信号線と
が設けられており、画素１００に設けられた２つの画素電極１７ｃ・１７ｄ、画素１０１
に設けられた２つの画素電極１７ａ・１７ｂ、および画素１０２に設けられた２つの画素
電極１７ｅ・１７ｆが一列に配されるともに、画素１０３に設けられた２つの画素電極１
７Ｃ・１７Ｄ、画素１０４に設けられた２つの画素電極１７Ａ・１７Ｂ、および画素１０
５に設けられた２つの画素電極１７Ｅ・１７Ｆが一列に配され、画素電極１７ｃと１７Ｃ
、画素電極１７ｄと１７Ｄ、画素電極１７ａと１７Ａ、画素電極１７ｂと１７Ｂ、および
画素電極１７ｅと１７Ｅ、画素電極１７ｆと１７Ｆがそれぞれ行方向に隣接している。
【００２９】
　各画素の構造は同一であるため、以下では、主に画素１０１を例に挙げて説明する。
【００３０】
　画素１０１では、画素電極１７ａおよび１７ｂ（第１および第２画素電極）が結合容量
Ｃ１０１を介して接続され、画素電極１７ａが、走査信号線１６ａ（第１走査信号線）に
接続されたトランジスタ１２ａ（第１トランジスタ）を介してデータ信号線１５ｘに接続
され、画素電極１７ｂが、走査信号線１６ｂ（第２走査信号線）に接続されたトランジス



(12) JP 5384633 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

タ１２ｂ（第２トランジスタ）を介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素電極１７ａ
と前段の走査信号線１６ｄとの間に保持容量Ｃｈａが形成され、画素電極１７ｂと前段の
走査信号線１６ｄとの間に保持容量Ｃｈｂが形成され、画素電極１７ａおよび共通電極ｃ
ｏｍ間に液晶容量Ｃｌａが形成され、画素電極１７ｂおよび共通電極ｃｏｍ間に液晶容量
Ｃｌｂが形成されている。トランジスタ１２ａ・１２ｂは、チャネルのＷ／Ｌ比（チャネ
ル幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比；以下、「Ｗ／Ｌ比」）が互いにほぼ等しくなるように
形成されている。すなわち、液晶パネル５ａの各トランジスタのサイズは互いにほぼ等し
いため、各トランジスタの特性は実質的に同一となっている。
【００３１】
　上記の構成によれば、画素電極１７ｂは、正規の信号電位が書き込まれる画素電極１７
ａに容量結合されるため、それぞれの容量値を、Ｃｌａ＝Ｃｌｂ＝Ｃｌ，Ｃｈａ＝Ｃｈｂ
＝Ｃｈ，Ｃｏ＝Ｃｌ＋Ｃｈ，Ｃ１０１の容量値をＣα，トランジスタ１２ａがＯＦＦした
後の画素電極１７ａの電位をＶａとすると、トランジスタ１２ａがＯＦＦした後の画素電
極１７ｂの電位は、Ｖａ×（Ｃα／（Ｃα＋Ｃｏ））となり、画素電極１７ａを含む副画
素は明副画素（以下、「明」）、画素電極１７ｂを含む副画素は暗副画素（以下、「暗」
）となる。これにより、画素分割方式の液晶表示装置を実現できる。
【００３２】
　また、上記液晶パネル５ａを備えた画素分割方式の液晶表示装置では、１つの画素１０
１領域内の画素電極１７ａ・１７ｂそれぞれが、異なる走査信号線１６ａ・１６ｂに接続
されたそれぞれのトランジスタ１２ａ・１２ｂを介して、データ信号線１５ｘに接続され
ている。そのため、それぞれの画素電極１７ａ・１７ｂに対して、同一または異なる信号
電位を、トランジスタ１２ａ・１２ｂを介して直接供給することができる。すなわち、ト
ランジスタ１２ａを介してデータ信号線１５ｘに接続される画素電極１７ａに容量結合さ
れる画素電極１７ｂ（以下、「容量結合電極」ともいう）に対して、容量を介することな
くデータ信号線１５ｘから信号電位を供給することができる。また、画素電極１７ａ・１
７ｂそれぞれに接続されるトランジスタ１２ａ・１２ｂそれぞれは、互いに異なる走査信
号線１６ａ・１６ｂに接続されているため、各画素電極１７ａ・１７ｂに供給する信号電
位の供給タイミングを任意に設定することもできる。
【００３３】
　このように、本発明の構成によれば、トランジスタ１２ｂをオンすることにより、容量
結合電極（画素電極１７ｂ）をデータ信号線（１５ｘ）に電気的に接続することが可能と
なる。そのため、画素電極１７ｂへ、トランジスタ１２ｂを介してデータ信号線１５ｘか
ら信号電位を供給することが可能となる。
【００３４】
　ここで、例えば、画素電極１７ａに正規の信号電位を書き込む場合、この書き込み前に
、トランジスタ１２ｂを介してデータ信号線１５ｘから画素電極１７ｂへ信号電位（例え
ば、Ｖｃｏｍ信号）を供給する。この信号電位（Ｖｃｏｍ）は、チャージシェア方式によ
り供給してもよいし、全てのトランジスタをオンして、全てのデータ信号線に供給しても
よい。これにより、容量結合される画素電極１７ｂに信号電位（Ｖｃｏｍ）が書き込まれ
るため、画素電極に蓄積された電荷を放電（リフレッシュ）させることができる。そのた
め、この画素電極を含む副画素の焼き付きの発生を抑えることができる。
【００３５】
　また、上記の構成によれば、従来のように、トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比を調整
する必要がなく、同一のチャネルサイズでアクティブマトリクス基板を構成することがで
きる。よって、トランジスタの特性のばらつきによる表示品位の低下を抑えることができ
る。
【００３６】
　本発明の液晶表示装置は、主として、上述の構成およびそれによる特有の効果を奏する
ものである。以下では、本実施形態の液晶表示装置を構成する液晶パネル５ａの具体例お
よびその駆動方法について説明する。
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【００３７】
　（液晶パネルの具体例１－１）
　液晶パネル５ａの具体例１－１を図２に示す。図２の液晶パネル５ａでは、画素１００
および画素１０１に沿うようにデータ信号線１５ｘが設けられ、画素１０３および画素１
０４に沿うようにデータ信号線１５Ｘが設けられている。
【００３８】
　ここで、画素１００の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１
６ｃが配され、他方と重なるように走査信号線１６ｄが配され、平面的に視て、走査信号
線１６ｃおよび１６ｄ間に画素電極１７ｃ・１７ｄが列方向に並べられている。また、走
査信号線１６ｃは画素１０３の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、走
査信号線１６ｄは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ｃおよび１６ｄ間
に画素電極１７Ｃ・１７Ｄが列方向に並べられている。
【００３９】
　また、画素１０１の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６
ａが形成され、他方と重なるように走査信号線１６ｂが形成され、平面的に視て、走査信
号線１６ａおよび１６ｂ間に画素電極１７ａ・１７ｂが列方向に並べられている。また、
走査信号線１６ａは画素１０４の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、
走査信号線１６ｂは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ａおよび１６ｂ
間に画素電極１７Ａ・１７Ｂが列方向に並べられている。
【００４０】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａはコンタクト電極７７ａおよび結合容量電極３７ａに接続され、コンタク
ト電極７７ａはコンタクトホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続されるとともに、
結合容量電極３７ａは層間絶縁膜を介して画素電極１７ｂと重なっており、これによって
画素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図１参照）が形成される。また、ドレイ
ン電極９ａはドレイン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは結
合容量電極３７ａと同層に形成された保持容量電極３８ａに接続され、保持容量電極３８
ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっており、これによって、保持容量Ｃ
ｈａ（図１参照）が形成される。
【００４１】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された保持容量電極
３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なるとともに引き出し配線２８ｂ
に接続され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７
８ｂはコンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これにより、保持
容量Ｃｈｂ（図１参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配置
並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
【００４２】
　この構成によれば、画素電極１７ａを含む副画素は「明」、画素電極１７ｂを含む副画
素は「暗」となる。
【００４３】
　図３は図２のＡ－Ｂ断面図である。同図に示すように、液晶パネル５ａは、アクティブ
マトリクス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３０）間
に配される液晶層４０とを備える。
【００４４】
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　アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１上に走査信号線１６ａ・１６ｂが形
成され、これらを覆うように無機ゲート絶縁膜２２が形成されている。無機ゲート絶縁膜
２２上には、半導体層２４（ｉ層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接するソース電極８ａ、ドレ
イン電極９ａ、ドレイン引き出し配線２７ａ・２７ｂ、コンタクト電極７７ａ・７７ｂお
よび結合容量電極３７ａが形成され、これらを覆うように無機層間絶縁膜２５が形成され
ている。なお、ソース電極８ａおよびドレイン電極９ａと重ならない半導体層２４（典型
的にはトランジスタのチャネル部）は、ｎ＋層がエッチング等により除去され、i層のみ
となっている。無機層間絶縁膜２５上には画素電極１７ａ・１７ｂが形成され、さらに、
これら（画素電極１７ａ・１７ｂ）を覆うように配向膜（図示せず）が形成されている。
ここで、コンタクトホール１１ａ・１１ｂでは、それぞれ、無機層間絶縁膜２５が刳り貫
かれており、これによって、画素電極１７ａとコンタクト電極７７ａとが接続され、画素
電極１７ｂとコンタクト電極７７ｂとが接続される。また、ドレイン引き出し配線２７ａ
に繋がる結合容量電極３７ａは無機層間絶縁膜２５を介して画素電極１７ｂと重なってお
り、これによって、結合容量Ｃ１０１（図１参照）が形成される。
【００４５】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
び着色層１４が形成され、その上層に共通電極（ｃｏｍ）２８が形成され、さらにこれを
覆うように配向膜（図示せず）が形成されている。
【００４６】
　図４は図２のＣ－Ｄ断面図である。図３と同様、液晶パネル５ａは、アクティブマトリ
クス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３０）間に配さ
れる液晶層４０とを備える。
【００４７】
　アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１上に走査信号線１６ｄ・１６ａが形
成され、これらを覆うように無機ゲート絶縁膜２２が形成されている。無機ゲート絶縁膜
２２上には、保持容量電極３８ａ・３８ｂ、引き出し配線２８ｂ、およびコンタクト電極
７８ｂが形成され、これらを覆うように無機層間絶縁膜２５が形成されている。無機層間
絶縁膜２５上には画素電極１７ａ・１７ｂが形成され、さらに、これら（画素電極１７ａ
・１７ｂ）を覆うように配向膜（図示せず）が形成されている。ここで、コンタクトホー
ル１２ｂでは、無機層間絶縁膜２５が刳り貫かれており、これによって、画素電極１７ｂ
とコンタクト電極７８ｂとが接続される。また、ドレイン引き出し配線２８ａ（図２参照
）に繋がる保持容量電極３８ａは無機ゲート絶縁膜２２を介して走査信号線１６ｄと重な
っており、これによって、保持容量Ｃｈａ（図１参照）が形成される。さらに、ドレイン
引き出し配線２８ｂに繋がる保持容量電極３８ｂは無機ゲート絶縁膜２２を介して走査信
号線１６ｄと重なっており、これによって、保持容量Ｃｈｂ（図１参照）が形成される。
【００４８】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
び着色層１４が形成され、その上層に共通電極（ｃｏｍ）２８が形成され、さらにこれを
覆うように配向膜（図示せず）が形成されている。
【００４９】
　ここで、本アクティブマトリクス基板３の製造方法の一例を説明する。
【００５０】
　まず、ガラス、プラスチック等の透明絶縁性基板（図３ではガラス基板３１）上に、例
えばチタン、クロム、アルミニウム、モリブデン、タンタル、タングステン、銅等の金属
膜あるいはそれらの合金膜またはそれらの積層膜を１０００Å～３０００Åの膜厚でスパ
ッタリング法等の方法にて成膜し、これをフォトエッチング法にて必要な形状にパターニ
ングすることによって、（各トランジスタのゲート電極として機能する）走査信号線等を
形成する。
【００５１】
　ついで、ゲート絶縁膜となる窒化シリコン膜（ＳｉＮｘ）、アモルファスシリコンやポ
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リシリコン等からなる高抵抗半導体層、およびｎ＋アモルファスシリコン等の低抵抗半導
体層を、プラズマＣＶＤ（化学的気相成長）法等により連続して成膜し、フォトエッチン
グ法によりパターニングする。なお、ゲート絶縁膜としての窒化シリコン膜は、例えば３
０００Å～５０００Å程度の膜厚とし、高抵抗半導体層としてのアモルファスシリコン膜
は、例えば１０００Å～３０００Å程度の膜厚とし、低抵抗半導体層としてのｎ＋アモル
ファスシリコン膜は、例えば４００Å～７００Å程度の膜厚とする。
【００５２】
　次いで、チタン、クロム、アルミニウム、モリブデン、タンタル、タングステン、銅等
の金属膜あるいはそれらの合金膜、またはそれらの積層膜を１０００Å～３０００Åの膜
厚でスパッタリング法等の方法にて形成し、フォトエッチング法等にて必要な形状にパタ
ーニングすることによって、データ信号線、ソース電極、およびドレイン電極等を形成す
る。
【００５３】
　次いで、アモルファスシリコン膜等の高抵抗半導体層（ｉ層）、ｎ＋アモルファスシリ
コン膜等の低抵抗半導体層（ｎ＋層）に対して、データ信号線、ソース電極、およびドレ
イン電極等のパターンをマスクにし、ドライエッチングにてチャネルエッチングを行う。
このプロセスにてｉ層の膜厚が最適化され、各トランジスタ（チャネル領域）が形成され
る。ここでは、マスクで覆われていない半導体層がエッチング除去され、各トランジスタ
の能力に必要なｉ層膜厚が残される。
【００５４】
　ついで、層間絶縁膜として、窒化シリコンや酸化シリコン等の無機絶縁膜を、データ信
号線、ソース電極、およびドレイン電極等を覆うように形成する。ここでは、プラズマＣ
ＶＤ法等によって２０００Å～５０００Å程度の膜厚の窒化シリコン膜（パッシベーショ
ン膜）を形成している。
【００５５】
　ついで、コンタクトホールの位置に基づいて、層間絶縁膜をエッチングしてホールを形
成する。ここでは、例えば、感光性レジストをフォトリソグラフィー法（露光および現像
）によりパターニングし、エッチングを行う。
【００５６】
　ついで、層間絶縁膜上に、例えば、ＩＴＯ（インジウム錫酸化物）、ＩＺＯ、酸化亜鉛
、酸化スズ等の透明性を有する導電膜を、スパッタリング法等により１０００Å～２００
０Å程度の膜厚で成膜し、これをフォトエッチング法等にて必要な形状にパターニングす
ることによって各画素領域に第１および第２の画素電極を形成する。
【００５７】
　ついで、各画素電極を覆うように、インクジェット法等により配向膜を塗布する。
【００５８】
　上述したアクティブマトリクス基板の製造方法は、後述する各液晶パネルにおいても適
用可能である。以下では、説明の便宜上、その説明を省略する。
【００５９】
　ところで、図３のＡ－Ｂ断面を図５のように構成することもできる。すなわち、ガラス
基板３１上に厚い有機ゲート絶縁膜２１と薄い無機ゲート絶縁膜２２とを形成し、画素電
極の下層に薄い無機層間絶縁膜２５と厚い有機層間絶縁膜２６とを形成する。こうすれば
、各種寄生容量の低減や配線同士の短絡防止の効果が得られる。なおこの場合には、図５
に示すように、有機層間絶縁膜２６については結合容量電極３７ａ上に位置する部分を刳
り貫いておくことが好ましい。こうすれば、結合容量Ｃ１０１の容量値を大きくすること
ができる。
【００６０】
　図５の無機層間絶縁膜２５、有機層間絶縁膜２６およびコンタクトホール１１ａ・１１
ｂは例えば、以下のようにして形成することができる。すなわち、トランジスタ（ＴＦＴ
）を形成した後、ＳｉＨ４ガスとＮＨ３ガスとＮ２ガスとの混合ガスを用い、基板全面を
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覆うように、厚さ約３０００ÅのＳｉＮｘからなる無機層間絶縁膜２５（パッシベーショ
ン膜）をＣＶＤにて形成する。その後、厚さ約３μｍのポジ型感光性アクリル樹脂からな
る有機層間絶縁膜２６をスピンコートやダイコートにて形成する。続いて、フォトリソグ
ラフィーを行って有機層間絶縁膜２６の刳り貫き部分および各種のコンタクト用パターン
を形成し、さらに、パターニングされた有機層間絶縁膜２６をマスクとし、ＣＦ４ガスと
Ｏ２ガスとの混合ガスを用いて、無機層間絶縁膜２５をドライエッチングする。具体的に
は、例えば、有機層間絶縁膜の刳り貫き部分についてはフォトリソグラフィー工程でハー
フ露光とすることで現像完了時に有機層間絶縁膜が薄く残膜するようにしておく一方、コ
ンタクトホール部分については上記フォトリソグラフィー工程でフル露光することで現像
完了時に有機層間絶縁膜が残らないようにしておく。ここで、ＣＦ４ガスとＯ２ガスとの
混合ガスでドライエッチングを行えば、有機層間絶縁膜の刳り貫き部分については（有機
層間絶縁膜の）残膜が除去され、コンタクトホール部分については有機層間絶縁膜下の無
機層間絶縁膜が除去されることになる。なお、有機ゲート絶縁膜２１や有機層間絶縁膜２
６は、例えば、ＳＯＧ（スピンオンガラス）材料からなる絶縁膜であってもよく、また、
有機ゲート絶縁膜２１や有機層間絶縁膜２６に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミ
ド樹脂、ポリウレタン樹脂、ノボラック樹脂、およびシロキサン樹脂の少なくとも１つが
含まれていてもよい。
【００６１】
　なお、図５に示すように、画素電極の下層に、薄い無機層間絶縁膜２５と厚い有機層間
絶縁膜２６とを形成する構成の場合には、液晶パネル５ａを図６に示すような構成とする
こともできる。すなわち、画素電極１７ｂが、無機層間絶縁膜２５と厚い有機層間絶縁膜
２６とを介して走査信号線１６ｂと重なるように形成する。これにより、画素電極１７ｂ
と走査信号線１６ｂとの間の寄生容量を低減することができるため、特に、走査信号線１
６ｂの負荷の増加を抑制しつつ、開口率を向上させることができる。
【００６２】
　（液晶パネルの具体例１－２）
　液晶パネル５ａの具体例１－２を図７に示す。図７の液晶パネル５ａでは、図２の液晶
パネルにおける結合容量３７ａおよびこれに接続されるドレイン引き出し配線２７ａの一
部が省略されている。図７の液晶パネル５ａでは、図２の液晶パネルと同様、画素１００
および画素１０１に沿うようにデータ信号線１５ｘが設けられ、画素１０３および画素１
０４に沿うようにデータ信号線１５Ｘが設けられている。
【００６３】
　ここで、画素１００の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１
６ｃが配され、他方と重なるように走査信号線１６ｄが配され、平面的に視て、走査信号
線１６ｃおよび１６ｄ間に画素電極１７ｃ・１７ｄが列方向に並べられている。また、走
査信号線１６ｃは画素１０３の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、走
査信号線１６ｄは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ｃおよび１６ｄ間
に画素電極１７Ｃ・１７Ｄが列方向に並べられている。
【００６４】
　また、画素１０１の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６
ａが形成され、他方と重なるように走査信号線１６ｂが形成され、平面的に視て、走査信
号線１６ａおよび１６ｂ間に画素電極１７ａ・１７ｂが列方向に並べられている。また、
走査信号線１６ａは画素１０４の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、
走査信号線１６ｂは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ａおよび１６ｂ
間に画素電極１７Ａ・１７Ｂが列方向に並べられている。
【００６５】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
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出し配線２７ａはコンタクト電極７７ａに接続され、コンタクト電極７７ａはコンタクト
ホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。また、ドレイン電極９ａはドレイン
引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは保持容量電極３８ａに接
続され、保持容量電極３８ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっており、
これによって、保持容量Ｃｈａ（図１参照）が形成される。
【００６６】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された結合容量電極
３７ｂは層間絶縁膜を介して画素電極１７ａと重なるとともに引き出し配線２８ｂに接続
され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７８ｂは
コンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これによって画素電極１
７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図１参照）が形成される。さらに、結合容量電極３
７ｂから引き出された引き出し配線２８ｂは、保持容量電極３８ｂに接続され、保持容量
電極３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっている。これにより、保
持容量Ｃｈｂ（図１参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配
置並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
【００６７】
　この構成によれば、画素電極１７ａを含む副画素は「明」、画素電極１７ｂを含む副画
素は「暗」となる。
【００６８】
　本構成例では、ドレイン引き出し配線２７ａを短縮することができるため、開口率を向
上させることができる。
【００６９】
　（液晶パネルの具体例１－３）
　液晶パネル５ａの具体例１－３を図８に示す。図８の液晶パネル５ａでは、結合容量電
極３７ａｖ・３７ａｈが、暗副画素領域の中央部分において十字状に配されている。この
液晶パネル５ａは、特に、１つの画素領域（副画素領域）に複数の液晶ドメインを形成す
る配向分割構造に好適である。配向分割構造では、配向方向（チルト方向）が異なる複数
のドメインを形成することにより、視野角特性の向上を図ることができる。この配向分割
構造に関する技術は、例えば国際公開公報ＷＯ２００８／０６９１８１に開示されている
。図９には、各副画素領域が４つの液晶ドメインＡ～Ｄに分割されている状態を示してい
る。なお、図９では、画素１００及び画素１０３を示し、各トランジスタは省略している
。このような配向分割構造では、液晶ドメインＡ～Ｄのそれぞれが他の液晶ドメインと隣
接する境界部分に線ＣＬで示す十字状の暗いライン（暗線）が観察されることになる。そ
のため、画素領域内に遮光性部材を配置する必要がある場合には、この暗線に重なるよう
に配置することにより、画素の有効開口率を向上させることができる。
【００７０】
　そこで、本液晶パネル５ａでは、結合容量電極３７ａｖ・３７ａｈを、副画素領域の中
央部分において、上記暗線に重なるように十字状に配する構成とする。これにより、開口
率の低下を抑えることができる。
【００７１】
　本液晶パネル５ａの具体的な構成を以下に説明する。図８の液晶パネル５ａでは、図２
の液晶パネルと同様、画素１００および画素１０１に沿うようにデータ信号線１５ｘが設
けられ、画素１０３および画素１０４に沿うようにデータ信号線１５Ｘが設けられている
。
【００７２】
　画素１００の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６ｃが配
され、他方と重なるように走査信号線１６ｄが配され、平面的に視て、走査信号線１６ｃ
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および１６ｄ間に画素電極１７ｃ・１７ｄが列方向に並べられている。また、走査信号線
１６ｃは画素１０３の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、走査信号線
１６ｄは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ｃおよび１６ｄ間に画素電
極１７Ｃ・１７Ｄが列方向に並べられている。
【００７３】
　また、画素１０１の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６
ａが形成され、他方と重なるように走査信号線１６ｂが形成され、平面的に視て、走査信
号線１６ａおよび１６ｂ間に画素電極１７ａ・１７ｂが列方向に並べられている。また、
走査信号線１６ａは画素１０４の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、
走査信号線１６ｂは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ａおよび１６ｂ
間に画素電極１７Ａ・１７Ｂが列方向に並べられている。
【００７４】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａはコンタクト電極７７ａに接続され、コンタクト電極７７ａはコンタクト
ホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。また、ドレイン電極９ａはドレイン
引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは保持容量電極３８ａに接
続され、保持容量電極３８ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっており、
これにより、保持容量Ｃｈａ（図１参照）が形成される。列方向に延伸する結合容量電極
３７ａｖと行方向に延伸する結合容量電極３７ａｈとは、同層で十字状に形成されるとと
もに層間絶縁膜を介して画素電極１７ｂと重なっており、結合容量電極３７ａｖの一端は
コンタクト電極７８ａに接続され、コンタクト電極７８ａはコンタクトホール１２ａを介
して画素電極１７ａに接続される。これによって画素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ
１０１（図１参照）が形成される。
【００７５】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された保持容量電極
３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なるとともに引き出し配線２８ｂ
に接続され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７
８ｂはコンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これにより、保持
容量Ｃｈｂ（図１参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配置
並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
【００７６】
　この構成によれば、画素電極１７ａを含む副画素は「明」、画素電極１７ｂを含む副画
素は「暗」となる。
【００７７】
　（液晶表示装置の駆動方法について）
　次に、上述した液晶パネル５ａを備えた本液晶表示装置の駆動方法について説明する。
本駆動方法の特徴点としては、概略的には、以下の点が挙げられる。
【００７８】
　第１の特徴点は、液晶表示装置がオン状態である間に、少なくとも１回、容量結合電極
に接続されるトランジスタ１２ｂをオン状態にすることである。これにより、上述したよ
うに、容量結合電極（画素電極１７ｂ）を、データ信号線１５ｘに電気的に接続すること
ができるため、蓄積された電荷を放電（リフレッシュ）させることができ、この容量結合
電極を含む副画素の焼き付きの発生を抑えることができる。
【００７９】
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　第２の特徴点としては、液晶表示装置がオン状態である間に、少なくとも１回、トラン
ジスタ１２ｂをオンするとともに、データ信号線１５ｘにＶｃｏｍを供給している間にト
ランジスタ１２ｂをオフすることである。これにより、画素電極１７ｂの電位をＶｃｏｍ
に設定することができるため、上記の放電効果に加えて、表示品位の低下を防ぐことがで
きる。
【００８０】
　第３の特徴点としては、上記第１または第２の特徴点に加えて、画素電極１７ａ・１７
ｂにそれぞれ、トランジスタ１２ａ・１２ｂを介してデータ信号線１５ｘからＶｃｏｍを
供給している間に、画素電極１７ｂに接続されるトランジスタ１２ｂをオフすることであ
る。すなわち、トランジスタ１２ｂがオフする時点では、トランジスタ１２ａはオン状態
であり、画素電極１７ａにＶｃｏｍが供給されている。これにより、画素電極１７ａに、
正規の信号電位を書き込む前に、１画素領域内の画素電極の電位をリセットすることがで
きる。すなわち、容量結合された画素電極１７ｂの電位をＶｃｏｍに固定することができ
る。これにより、画素電極１７ｂに蓄積した電荷を確実に放電できるとともに、表示品位
の低下を防ぐことができる。
【００８１】
　以下では、上述した各特徴点を備える、具体的な駆動方法およびそれを実現するゲート
ドライバの構成について詳細に説明する。なお、以下の駆動方法では、チャージシェア方
式を採用しているが、これに限定されるものではない。
【００８２】
　（駆動方法－１）
　図１０は上述した液晶パネル５ａを備えた本液晶表示装置の駆動方法を示すタイミング
チャートである。なお、ＳｖおよびＳＶは、隣接する２本のデータ信号線（例えば、１５
ｘ・１５Ｘ）それぞれに供給される信号電位を示し、Ｇａ～Ｇｆは走査信号線１６ａ～１
６ｆに供給されるゲートオンパルス信号、Ｖｃ・Ｖｄ・Ｖａ・Ｖｂ・ＶＣ・ＶＤはそれぞ
れ、画素電極１７ｃ・１７ｄ・１７ａ・１７ｂ・１７Ｃ・１７Ｄの電位を示し、ｓｈはチ
ャージシェア信号を示している。なお、チャージシェア信号がアクティブ（「Ｈ」）の期
間は、全データ信号線が互いに短絡されたり、外部から全データ信号線に同一電位が供給
されたりすることによってチャージシェアが行われる。
【００８３】
　この駆動方法では、図１０に示されるように、データ信号線に供給する信号電位の極性
を１水平走査期間（１Ｈ）ごとに反転させるとともに、各フレームにおける同一番目の水
平走査期間に供給される信号電位の極性を１フレーム単位で反転させ、かつ同一水平走査
期間においては隣接する２本のデータ信号線に逆極性の信号電位を供給し、各水平走査期
間の冒頭においてチャージシェアを行っている。
【００８４】
　具体的には、連続するフレームＦ１～フレームＦ４において、Ｆ１では、１画素に対応
する上下２本の走査信号線ごとに順次選択（例えば、走査信号線１６ｃ・１６ｄ→走査信
号線１６ａ・１６ｂ→走査信号線１６ｅ・１６ｆ（図１参照））し、隣接する２本のデー
タ信号線の一方（例えば、データ信号線１５ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、
画素電極１７ｃ・１７ｄの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、２番目
の水平走査期間（例えば、画素電極１７ａ・１７ｂの書き込み期間含む）にマイナス極性
の信号電位を供給し、３番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｅ・１７ｆの書き込
み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、上記２本のデータ信号線の他方（例えば
、データ信号線１５Ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｃ・１７Ｄ
の書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間（例え
ば、画素電極１７Ａ・１７Ｂの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、３
番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｅ・１７Ｆの書き込み期間含む）にマイナス
極性の信号電位を供給する。なお、各水平走査期間の冒頭では、チャージシェア電位（Ｖ
ｃｏｍ）が供給される。
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【００８５】
　ここで、１画素に対応する２本の走査信号線それぞれに接続される各画素電極への書き
込み期間は、互いに異なるように設定されている。具体的には、図１において、走査信号
線１６ｃが選択されることによって画素電極１７ｃにプラス極性の信号電位が書き込まれ
る期間が、走査信号線１６ｄが選択されることによって画素電極１７ｄにＶｃｏｍの信号
電位が書き込まれる期間よりも長くなっており、走査信号線１６ａが選択されることによ
って画素電極１７ａにマイナス極性の信号電位が書き込まれる期間が、走査信号線１６ｂ
が選択されることによって画素電極１７ｂにＶｃｏｍの信号電位が書き込まれる期間より
も長くなっている。また、１画素において各画素電極への書き込み動作は、同一水平走査
期間内に行われるとともに、各画素電極への書き込み動作（アクティブ期間）が終了する
タイミングは、書き込み期間が短い方が、書き込み期間が長い方よりも先に終了するよう
に設定されている。具体的には、画素電極１７ｄへの書き込み動作は、画素電極１７ｃへ
の書き込み動作が終了するタイミングよりも先に終了し、画素電極１７Ｄへの書き込み動
作は、画素電極１７Ｃへの書き込み動作が終了するタイミングよりも先に終了し、画素電
極１７ｂへの書き込み動作は、画素電極１７ａへの書き込み動作が終了するタイミングよ
りも先に終了する。
【００８６】
　このように、容量結合される画素電極に接続する走査信号線に供給されるゲートオンパ
ルス信号（第２ゲートオンパルス信号）は、そのパルス幅が、正規の信号電位が書き込ま
れる画素電極に接続する走査信号線に供給されるゲートオンパルス信号（第１ゲートオン
パルス信号）のパルス幅未満であり、かつ、第２ゲートオンパルス信号は、第１ゲートオ
ンパルス信号が非アクティブになる前に非アクティブになるように、そのパルス幅が設定
されている。これにより、画素電極１７ｃ（プラス極性）を含む副画素は「明」、画素電
極１７ｄ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｃ（マイナス極性）を含む
副画素は「明」、画素電極１７Ｄ（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７
ａ（マイナス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ（マイナス極性）を含む副画
素は「暗」となり、全体としては、図１１（ａ）のようになる。
【００８７】
　また、Ｆ２では、Ｆ１に対して、プラス極性とマイナス極性とが反転することになる。
よって、画素電極１７ｃ（マイナス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｄ（マイ
ナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｃ（プラス極性）を含む副画素は「明」
、画素電極１７Ｄ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７ａ（プラス極性）
を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ（プラス極性）を含む副画素は「暗」となり、全
体としては、図１１（ｂ）のようになる。以降のフレームＦ３・Ｆ４では、Ｆ１・Ｆ２の
動作が繰り返される。
【００８８】
　このように、本駆動方法によれば、各フレームにおいて、トランジスタ（図１および図
２では、１２ｃ・１２ａ・１２Ｃ・１２Ａ）を介してデータ信号線（１５ｘ・１５Ｘ）に
接続される画素電極（１７ｃ・１７ａ・１７Ｃ・１７Ａ）に容量結合される画素電極（画
素電極１７ｄ・１７ｂ・１７Ｄ・１７Ｂ）に、正規の書き込みが行われる画素電極（１７
ｃ・１７ａ・１７Ｃ・１７Ａ）への信号電位の供給とは異なるタイミングで個別に信号電
位を供給することができるため、画素分割方式の液晶表示装置を実現できる。
【００８９】
　そして、本駆動方法では、各水平走査期間の冒頭でＶｃｏｍ信号を１画素領域内の全て
の画素電極に供給しているため、正規の信号電位を書き込む前に、画素電極の電位をＶｃ
ｏｍにリセットすることができる。これにより、上記容量結合される画素電極に蓄積され
た電荷を放電（リフレッシュ）させることができるため、容量結合される画素電極を含む
副画素の焼き付きの発生を抑えることができるとともに、表示品位の低下を防ぐことがで
きる。また、本駆動方法によれば、従来のように、トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比を
調整する必要がなく、実質的に同一のチャネルサイズでアクティブマトリクス基板を構成
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することができる。よって、トランジスタの特性のばらつきによる表示品位の低下を抑え
ることができる。
【００９０】
　ここで、図１０に示す駆動方法を、図１２に示す駆動方法としてもよい。すなわち、第
２ゲートオンパルス信号（Ｇｄ，Ｇｂ，Ｇｆ）を、そのパルス幅が、チャージシェア期間
（ｓｈのパルス幅）より広くなるように設定する。この駆動方法によれば、正規の書き込
みが行われる画素電極（１７ｃ，１７ａ，１７ｅ）に容量結合される画素電極（１７ｄ，
１７ｂ，１７ｆ）には、チャージシェア期間にＶｃｏｍの信号電位が書き込まれた後、所
定の期間だけ画素電極（１７ｃ，１７ａ，１７ｅ）に書き込まれる正規の信号電位が供給
される。これにより、特に白表示の際の輝度を調整（向上）することができるという効果
が得られる。このように、本構成によれば、第２ゲートオンパルス信号のパルス幅を調整
することで、トランジスタを介してデータ信号線に接続される画素電極（１７ｃ，１７ａ
，１７ｅ）に接続される画素電極（１７ｄ，１７ｂ，１７ｆ；容量結合電極）の輝度を独
立して調整することができるため、液晶表示装置として、任意の表示輝度に設定すること
が可能となる。
【００９１】
　（ゲートドライバの構成－１）
　図１３は、図１０に示す駆動を実現するための、本液晶表示装置のゲートドライバの構
成を示す回路図である。図１３に示されるように、ゲートドライバＧＤはシフトレジスタ
４５、列方向に並ぶ複数のＡＮＤ回路（６６ａ～６６ｆ）、および出力回路４６を備える
。シフトレジスタ４５には、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣ
Ｋとが入力される。シフトレジスタ４５の各段の出力は２系統に分かれ、その一方が奇数
番目のＡＮＤ回路に入力され、これと隣り合う偶数番目のＡＮＤ回路に他方が入力される
。また、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥは２系統の信号（ＯＥｘ・ＯＥｙ）からなり
、奇数番目のＡＮＤ回路に信号ＯＥｘの反転信号が入力され、偶数番目のＡＮＤ回路に信
号ＯＥｙの反転信号が入力される。そして、１つのＡＮＤ回路の出力は出力回路４６を経
てゲートオンパルス信号となり、１本の走査信号線に供給される。
【００９２】
　例えば、シフトレジスタ４５のある段からの出力が２系統に分かれており、その一方Ｑ
ｃがＡＮＤ回路６６ｃに入力され、他方ＱｄがＡＮＤ回路６６ｄに入力される。また、Ａ
ＮＤ回路６６ｃには信号ＯＥｘの反転信号が入力され、ＡＮＤ回路６６ｄには信号ＯＥｙ
の反転信号が入力される。そして、ＡＮＤ回路６６ｃの出力は出力回路４６を経てゲート
オンパルス信号Ｇｃとなり、走査信号線１６ｃに供給される。また、ＡＮＤ回路６６ｄの
出力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号Ｇｄとなり、走査信号線１６ｄに供給さ
れる。
【００９３】
　同様に、シフトレジスタ４５の他段からの出力が２系統に分かれており、その一方Ｑａ
がＡＮＤ回路６６ａに入力され、他方ＱｂがＡＮＤ回路６６ｂに入力される。また、ＡＮ
Ｄ回路６６ａには信号ＯＥｘの反転信号が入力され、ＡＮＤ回路６６ｂには信号ＯＥｙの
反転信号が入力される。そして、ＡＮＤ回路６６ａの出力は出力回路４６を経てゲートオ
ンパルス信号Ｇａとなり、走査信号線１６ａに供給される。また、ＡＮＤ回路６６ｂの出
力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号Ｇｂとなり、走査信号線１６ｂに供給され
る。
【００９４】
　図１４は図１３のゲートドライバの動作を示すタイミングチャートである。同図に示さ
れるように、例えば、信号ＯＥｘは、各フレームで常に「Ｌ」となる一方、信号ＯＥｙは
、各水平走査期間の前端部で「Ｌ」となる。なお、信号ＯＥｘは常に「Ｌ」でなくてもよ
く、例えばゲートオンパルスの波形の立下りが鈍り、次の水平走査期間と重なるような場
合には、各水平走査期間の後端部で「Ｈ」とすればよい。
【００９５】
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　これにより、ゲートオンパルス信号Ｇｃ、Ｇａ、およびＧｅを、順次「Ｈ」（アクティ
ブ）とし、同時に、ゲートオンパルス信号Ｇｄ、Ｇｂ、およびＧｆを、順次「Ｈ」（アク
ティブ）とすることができる。また、ゲートオンパルス信号Ｇｃ、Ｇａ、およびＧｅと、
ゲートオンパルス信号Ｇｄ、Ｇｂ、およびＧｆとのそれぞれのゲートオンパルス（書き込
みパルス）の幅（「Ｈ」期間（アクティブ期間））を異ならせることができる。これによ
り、図１０に示すような駆動が実現される。
【００９６】
　なお、図１４の構成によれば、ゲートオンパルス（書き込みパルス）の幅を適宜設定で
きるという効果に加えて、１画素に対応する２つの走査信号線それぞれに供給するゲート
オンパルス信号を１つのシフトレジスタの同一段からの出力を用いて生成することができ
、ドライバ構成を簡略化することができるという効果を得ることができる。
【００９７】
　（駆動方法－２）
　図１５は本液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミングチャートである。この図に示
す各記号は、図１０に示す記号と同様である。また、この駆動方法においても、図１０に
示されるように、データ信号線に供給する信号電位の極性を１水平走査期間（１Ｈ）ごと
に反転させるとともに、各フレームにおける同一番目の水平走査期間に供給される信号電
位の極性を１フレーム単位で反転させ、かつ同一水平走査期間においては隣接する２本の
データ信号線に逆極性の信号電位を供給し、各水平走査期間の冒頭においてチャージシェ
アを行っている。
【００９８】
　本駆動方法は、正規の書き込みの１水平走査期間前に、１画素に対応する上下２本の走
査信号線を同時に選択し、１画素領域内の全ての画素電極にＶｃｏｍを供給するものであ
る。
【００９９】
　具体的には、連続するフレームＦ１～フレームＦ４において、Ｆ１では、１画素に対応
する上下２本の走査信号線ごとに順次選択（例えば、走査信号線１６ｃ・１６ｄ→走査信
号線１６ａ・１６ｂ（図１参照））し、隣接する２本のデータ信号線の一方（例えば、デ
ータ信号線１５ｘ）には、ｎ番目の水平走査期間にプラス極性の信号電位を供給するとと
もに、その冒頭において、Ｖｃｏｍ信号を供給し、（ｎ＋１）番目の水平走査期間（例え
ば、画素電極１７ｃの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給するとともに
、その冒頭において、Ｖｃｏｍ信号を供給し、（ｎ＋２）番目の水平走査期間（例えば、
画素電極１７ａの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給するとともに、その
冒頭において、Ｖｃｏｍ信号を供給する。上記２本のデータ信号線の他方（例えば、デー
タ信号線１５Ｘ）には、ｎ番目の水平走査期間にマイナス極性の信号電位を供給するとと
もに、その冒頭において、Ｖｃｏｍ信号を供給し、（ｎ＋１）番目の水平走査期間（例え
ば、画素電極１７Ｃの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給するとともに、
その冒頭において、Ｖｃｏｍ信号を供給し、（ｎ＋２）番目の水平走査期間（例えば、画
素電極１７Ａの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給するとともに、その
冒頭において、Ｖｃｏｍ信号を供給する。
【０１００】
　これにより、画素電極１７ｃ（マイナス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｄ
（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｃ（プラス極性）を含む副画素は
「明」、画素電極１７Ｄ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７ａ（プラス
極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ（プラス極性）を含む副画素は「暗」とな
る。
【０１０１】
　ここで、画素１０１に注目すると、正規の書き込みが行われる水平走査期間（ｎ＋２）
よりも１水平走査期間前（ｎ＋１）に、トランジスタ１２ａ・１２ｂがともにオン状態と
なり、正規の信号電位が書き込まれる画素電極１７ａと、この画素電極１７ａに容量結合
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される画素電極１７ｂに、Ｖｃｏｍが供給される。そして、Ｖｃｏｍが供給されている期
間内に、トランジスタ１２ａ・１２ｂがともにオフ状態となる。これにより、（ｎ＋１）
番目の水平走査期間においてデータ信号線１５ｘに供給されるマイナス極性の信号電位は
、前段の画素電極１７ｃへ、正規の書き込み信号として供給される一方、画素１０１内の
画素電極１７ａへは、供給されない。次の（ｎ＋２）番目の水平走査期間では、トランジ
スタ１２ａのみがオン状態となり、画素電極１７ａへ、冒頭にＶｃｏｍが供給された後、
正規の書き込み信号としてのプラス極性の信号電位が供給される。
【０１０２】
　この駆動方法により、Ｆ１においては、画素電極１７ｃ（マイナス極性）を含む副画素
は「明」、画素電極１７ｄ（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｃ（プ
ラス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７Ｄ（プラス極性）を含む副画素は「暗」
、画素電極１７ａ（プラス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ（プラス極性）
を含む副画素は「暗」となる。
【０１０３】
　また、Ｆ２では、Ｆ１に対して、プラス極性とマイナス極性とが反転することになる。
よって、画素電極１７ｃ（プラス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｄ（プラス
極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｃ（マイナス極性）を含む副画素は「明」、
画素電極１７Ｄ（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７ａ（マイナス極性
）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ（マイナス極性）を含む副画素は「暗」となる
。以降のフレームＦ３・Ｆ４では、Ｆ１・Ｆ２の動作が繰り返される。
【０１０４】
　このように、本駆動方法によれば、トランジスタ１２ｂをオフする時点において、画素
電極１７ａ・１７ｂにはデータ信号線１５ｘからＶｃｏｍが供給されている。すなわち、
正規の信号電位が画素電極１７ａに書き込まれる時点で、画素電極１７ａ・１７ｂの電位
をＶｃｏｍに固定（リセット）することができる。これにより、容量結合電極（画素電極
１７ｂ）に蓄積した電荷を確実に放電できるとともに、表示品位の低下を防ぐことができ
る。
【０１０５】
　なお、本駆動方法では、正規の書き込みが行われる水平走査期間の一水平走査期間（１
Ｈ）前に、上記リセット動作が行われる構成であるが、このリセット動作を行うタイミン
グは、特に限定されるものではなく、２Ｈ前もしくはそれよりも前であってもよい。さら
に、上記リセット動作の回数は、１回に限定されるものではなく、複数回であってもよい
。
【０１０６】
　ここで、図１５に示す駆動方法を、図１６に示す駆動方法としてもよい。すなわち、正
規の書き込みが行われる水平走査期間において、第２ゲートオンパルス信号（Ｇｄ，Ｇｂ
，Ｇｆ）を、所定の期間だけハイレベル（Ｈレベル）となるように設定する。具体的には
、図１６では、第２ゲートオンパルス信号は、チャージシェア信号（ｓｈ）がローレベル
（Ｌレベル）になるタイミングに同期して立ち上がり、所定の期間だけハイレベル状態を
維持し、第１ゲートオンパルス信号（Ｇｃ，Ｇａ，Ｇｅ）が立ち下がる前に立ち下がる。
この駆動方法によれば、正規の書き込みが行われる画素電極（１７ｃ，１７ａ，１７ｅ）
に容量結合される画素電極（１７ｄ，１７ｂ，１７ｆ）には、正規の書き込みが行われる
水平走査期間において、所定の期間だけ画素電極（１７ｃ，１７ａ，１７ｅ）に書き込ま
れる正規の信号電位が供給される。これにより、特に白表示の際の輝度を調整（向上）さ
せることができるという効果が得られる。このように、本構成によれば、第２ゲートオン
パルス信号のハイレベル期間を調整することで、トランジスタを介してデータ信号線に接
続される画素電極（１７ｃ，１７ａ，１７ｅ）に接続される画素電極（１７ｄ，１７ｂ，
１７ｆ；容量結合電極）の輝度を独立して調整することができるため、液晶表示装置とし
て、任意の表示輝度に設定することが可能となる。なお、第２ゲートオンパルス信号のハ
イレベル期間は、図１６に示す例に限定されるものではなく、少なくともチャージシェア
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信号のローレベル期間において、画素電極（１７ｃ，１７ａ，１７ｅ）に正規の信号電位
が書き込まれる期間よりも短くなるように設定されていればよい。
【０１０７】
　（ゲートドライバの構成－２）
　図１７は、図１５に示す駆動を実現するための、本液晶表示装置のゲートドライバの構
成を示す回路図である。図１７に示されるように、ゲートドライバＧＤはシフトレジスタ
４５、列方向に並ぶ複数のＡＮＤ回路（６６ａ～６６ｆ）、および出力回路４６を備える
。シフトレジスタ４５には、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣ
Ｋとが入力される。シフトレジスタ４５の各段の出力は２系統に分かれ、その一方が奇数
番目のＡＮＤ回路に入力され、これと隣り合う偶数番目のＡＮＤ回路に他方が入力される
。また、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥは４系統の信号（ＯＥｘ１・ＯＥｘ２・ＯＥ
ｙ１・ＯＥｙ２）からなり、奇数番目のＡＮＤ回路に順に信号ＯＥｘ１・ＯＥｘ２の反転
信号が交互に入力され、偶数番目のＡＮＤ回路に順に信号ＯＥｙ１・ＯＥｙ２の反転信号
が交互に入力される。そして、１つのＡＮＤ回路の出力は出力回路４６を経てゲートオン
パルス信号となり、１本の走査信号線に供給される。
【０１０８】
　例えば、シフトレジスタ４５のある段からの出力が２系統に分かれており、その一方Ｑ
ｃがＡＮＤ回路６６ｃに入力され、他方ＱｄがＡＮＤ回路６６ｄに入力される。また、Ａ
ＮＤ回路６６ｃには信号ＯＥｘ１の反転信号が入力され、ＡＮＤ回路６６ｄには信号ＯＥ
ｙ１の反転信号が入力される。そして、ＡＮＤ回路６６ｃの出力は出力回路４６を経てゲ
ートオンパルス信号Ｇｃとなり、走査信号線１６ｃに供給される。また、ＡＮＤ回路６６
ｄの出力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号Ｇｄとなり、走査信号線１６ｄに供
給される。
【０１０９】
　同様に、シフトレジスタ４５の他段からの出力が２系統に分かれており、その一方Ｑａ
がＡＮＤ回路６６ａに入力され、他方ＱｂがＡＮＤ回路６６ｂに入力される。また、ＡＮ
Ｄ回路６６ａには信号ＯＥｘ２の反転信号が入力され、ＡＮＤ回路６６ｂには信号ＯＥｙ
２の反転信号が入力される。そして、ＡＮＤ回路６６ａの出力は出力回路４６を経てゲー
トオンパルス信号Ｇａとなり、走査信号線１６ａに供給される。また、ＡＮＤ回路６６ｂ
の出力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号Ｇｂとなり、走査信号線１６ｂに供給
される。
【０１１０】
　図１８は図１７のゲートドライバの動作を示すタイミングチャートである。同図に示さ
れるように、例えば、信号ＯＥｘ１・ＯＥｘ２は、それぞれ、２水平走査期間（２Ｈ）単
位で構成され、２Ｈのうちの１Ｈでは「Ｌ」となる一方、他の１Ｈでは前端部が「Ｌ」、
残りの部分が「Ｈ」（アクティブ）となる。そして、信号ＯＥｘ１・ＯＥｘ２は、互いに
１Ｈ分ずれている。信号ＯＥｙ１・ＯＥｙ２は、それぞれ、２水平走査期間（２Ｈ）単位
で構成され、２Ｈのうちの１Ｈでは前端部が「Ｌ」、残りの部分が「Ｈ」（アクティブ）
となる一方、他の１Ｈでは「Ｈ」となる。そして、信号ＯＥｙ１・ＯＥｙ２は、互いに１
Ｈ分ずれている。シフトレジスタ４５の出力Ｑは、２水平走査期間分「Ｈ」となる信号が
、各段から順次出力される。これにより、図１５に示すような駆動が実現される。
【０１１１】
　（駆動方法－３）
　図１９は本液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミングチャートである。上記駆動方
法－２では、正規の書き込みの１水平走査期間前に、画素電極１７ａ・１７ｂにＶｃｏｍ
を供給した後、画素電極１７ａへの正規の書き込みが行われるまで、トランジスタ１２ａ
・１２ｂをともにオフ状態にしている。これに対して、本駆動方法では、正規の書き込み
の１水平走査期間前に、画素電極１７ａ・１７ｂにＶｃｏｍを供給した後、トランジスタ
１２ｂのみをオフ状態にし、トランジスタ１２ａはオン状態のまま、画素電極１７ａに信
号電位を供給する。以下では、駆動方法－２と重複する内容については説明を省略し、相
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違点を中心に、画素１０１を例に挙げて具体的に説明する。
【０１１２】
　画素１０１に注目すると、正規の書き込みが行われる水平走査期間（ｎ＋２）よりも１
水平走査期間前（ｎ＋１）に、トランジスタ１２ａ・１２ｂがともにオン状態となり、正
規の信号電位が書き込まれる画素電極１７ａと、この画素電極１７ａに容量結合される画
素電極１７ｂに、Ｖｃｏｍが供給される。そして、Ｖｃｏｍが供給されている期間内に、
トランジスタ１２ｂのみがオフ状態となる。これにより、（ｎ＋１）番目の水平走査期間
においてデータ信号線１５ｘに供給されるマイナス極性の信号電位は、前段の画素電極１
７ｃへ、正規の書き込み信号として供給される一方、画素１０１内の画素電極１７ａへも
、同一の信号電位が供給される。すなわち、画素電極１７ａには、正規の書き込みの１Ｈ
前に、前段の画素電極１７ｃ用のデータ信号（信号電位）が書き込まれる。トランジスタ
１２ａはオン状態のままであるため、次の（ｎ＋２）番目の水平走査期間では、画素電極
１７ａへ、冒頭にＶｃｏｍが供給された後、正規の書き込み信号としてのプラス極性の信
号電位が供給される。
【０１１３】
　このように、本駆動方法においても、上記駆動方法－２と同様、トランジスタ１２ｂを
オフする時点において、画素電極１７ａ・１７ｂにはデータ信号線１５ｘからＶｃｏｍが
供給されている。すなわち、正規の信号電位が画素電極１７ａに書き込まれる時点で、画
素電極１７ａ・１７ｂの電位をＶｃｏｍに固定（リセット）することができる。そのため
、画素電極１７ａ・１７ｂの電位がともに一旦Ｖｃｏｍになった後に、画素電極１７ａに
正規の信号電位ではない信号電位が供給されたとしても、画素電極１７ａ・１７ｂにおけ
る各容量の総和は変化しない。これにより、容量結合電極（画素電極１７ｂ）に蓄積した
電荷を確実に放電できるとともに、表示品位の低下を防ぐことができる。
【０１１４】
　（ゲートドライバの構成－３）
　図２０は、図１９に示す駆動を実現するための、本液晶表示装置のゲートドライバの構
成を示す回路図である。図２０に示されるように、ゲートドライバＧＤはシフトレジスタ
４５、列方向に並ぶ複数のＡＮＤ回路（６６ａ～６６ｆ）、および出力回路４６を備える
。シフトレジスタ４５には、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣ
Ｋとが入力される。シフトレジスタ４５の各段の出力は２系統に分かれ、その一方が奇数
番目のＡＮＤ回路に入力され、これと隣り合う偶数番目のＡＮＤ回路に他方が入力される
。また、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥは３系統の信号（ＯＥｘ・ＯＥｙ１・ＯＥｙ
２）からなり、奇数番目のＡＮＤ回路に信号ＯＥｘの反転信号が入力され、偶数番目のＡ
ＮＤ回路に順に信号ＯＥｙ１・ＯＥｙ２の反転信号が交互に入力される。そして、１つの
ＡＮＤ回路の出力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号となり、１本の走査信号線
に供給される。
【０１１５】
　例えば、シフトレジスタ４５のある段からの出力が２系統に分かれており、その一方Ｑ
ｃがＡＮＤ回路６６ｃに入力され、他方ＱｄがＡＮＤ回路６６ｄに入力される。また、Ａ
ＮＤ回路６６ｃには信号ＯＥｘの反転信号が入力され、ＡＮＤ回路６６ｄには信号ＯＥｙ
１の反転信号が入力される。そして、ＡＮＤ回路６６ｃの出力は出力回路４６を経てゲー
トオンパルス信号Ｇｃとなり、走査信号線１６ｃに供給される。また、ＡＮＤ回路６６ｄ
の出力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号Ｇｄとなり、走査信号線１６ｄに供給
される。
【０１１６】
　同様に、シフトレジスタ４５の他段からの出力が２系統に分かれており、その一方Ｑａ
がＡＮＤ回路６６ａに入力され、他方ＱｂがＡＮＤ回路６６ｂに入力される。また、ＡＮ
Ｄ回路６６ａには信号ＯＥｘの反転信号が入力され、ＡＮＤ回路６６ｂには信号ＯＥｙ２
の反転信号が入力される。そして、ＡＮＤ回路６６ａの出力は出力回路４６を経てゲート
オンパルス信号Ｇａとなり、走査信号線１６ａに供給される。また、ＡＮＤ回路６６ｂの
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出力は出力回路４６を経てゲートオンパルス信号Ｇｂとなり、走査信号線１６ｂに供給さ
れる。
【０１１７】
　図２１は図２０のゲートドライバの動作を示すタイミングチャートである。同図に示さ
れるように、例えば、信号ＯＥｘは、各フレームで常に「Ｌ」となる。なお、信号ＯＥｘ
は常に「Ｌ」でなくてもよく、例えばゲートオンパルスの波形の立下りが鈍り、次の水平
走査期間と重なるような場合には、各水平走査期間の後端部で「Ｌ」とすればよい。信号
ＯＥｙ１・ＯＥｙ２は、それぞれ、２水平走査期間（２Ｈ）単位で構成され、２Ｈのうち
の１Ｈでは前端部が「Ｌ」、残りの部分が「Ｈ」（アクティブ）となる一方、他の１Ｈで
は「Ｈ」（アクティブ）となる。そして、信号ＯＥｙ１・ＯＥｙ２は、互いに１Ｈ分ずれ
ている。シフトレジスタ４５の出力Ｑは、２水平走査期間分「Ｈ」となる信号が、各段か
ら順次出力される。これにより、図１９に示すような駆動が実現される。
【０１１８】
　（駆動方法－４）
　図２２は本液晶表示装置の他の駆動方法を示すタイミングチャートである。この図に示
す各記号は、図１０に示す記号と同様である。また、この駆動方法においても、図１０に
示されるように、データ信号線に供給する信号電位の極性を１水平走査期間（１Ｈ）ごと
に反転させるとともに、各フレームにおける同一番目の水平走査期間に供給される信号電
位の極性を１フレーム単位で反転させ、かつ同一水平走査期間においては隣接する２本の
データ信号線に逆極性の信号電位を供給し、各水平走査期間の冒頭においてチャージシェ
アを行っている。
【０１１９】
　本駆動方法では、概略的には、画素電極（図１の画素電極１７ａ・１７ｃ・１７ｅ・１
７Ａ・１７Ｃ・１７Ｅ）に正規の信号電位の書き込みが行われてから所定期間（例えば、
１垂直走査期間（１Ｖ）のほぼ３分の２（２／３Ｖ）の期間）経過後、該画素電極（１７
ａ・１７ｃ・１７ｅ・１７Ａ・１７Ｃ・１７Ｅ）、および、それらに容量結合される容量
結合電極（図１の画素電極１７ｂ・１７ｄ・１７ｆ・１７Ｂ・１７Ｄ・１７Ｆ）に対して
、電荷放電（リフレッシュ）用の信号電位（Ｖｃｏｍ）を供給する。これにより、表示ラ
イン毎に黒表示の期間を挿入することが可能となるため、容量結合電極における蓄積電荷
の放電効果に加えて、表示のインパルス化による尾引残像の低減を図ることができるとい
う効果が得られる。
【０１２０】
　具体的には、Ｆ１において、２／３Ｖ期間では、１画素に対応する上下２本の走査信号
線のうちの一方ごとに順次選択（例えば、走査信号線１６ｃ→走査信号線１６ａ→走査信
号線１６ｅ（図１参照））し、隣接する２本のデータ信号線の一方（例えば、データ信号
線１５ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｃ・１７ｄの書き込み期
間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間（例えば、画素電極１
７ａ・１７ｂの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、３番目の水平走
査期間（例えば、画素電極１７ｅ・１７ｆの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位
を供給する。上記２本のデータ信号線の他方（例えば、データ信号線１５Ｘ）には、１番
目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｃ・１７Ｄの書き込み期間含む）にマイナス極
性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ａ・１７Ｂの書き
込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、３番目の水平走査期間（例えば、画素
電極１７Ｅ・１７Ｆの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給する。なお、
各水平走査期間の冒頭では、チャージシェア電位（Ｖｃｏｍ）が供給される。
【０１２１】
　残りの１／３Ｖ期間では、各水平走査期間の冒頭において、１画素に対応する上下２本
の走査信号線ごとに順次選択（例えば、走査信号線１６ｃ・１６ｄ→走査信号線１６ａ・
１６ｂ→走査信号線１６ｅ・１６ｆ（図１参照））し、対応するデータ信号線（例えば、
データ信号線１５ｘ・１５Ｘ）には、Ｖｃｏｍを供給する。
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【０１２２】
　画素１０１に注目すると、例えば、画素電極１７ａでは、ゲートオンパルス信号Ｇａに
含まれる画素データ書き込みパルスＰｗによってトランジスタ１２ａがオン状態である間
、トランジスタ１２ａのソース端子に接続されたデータ信号線１５ｘの電位がトランジス
タ１２ａを介して画素電極１７ａに供給される。これにより、データ信号線１５ｘの電圧
としてのデータ信号Ｓｖが画素電極１７ａに書き込まれる。その後、画像表示期間Ｔｄｐ
が経過すると、トランジスタ１２ａおよびトランジスタ１２ｂのゲート端子に、それぞれ
黒電圧印加パルスＰｂが供給され、これによりトランジスタ１２ａ・１２ｂがオン状態で
ある間、画素電極１７ａはトランジスタ１２ａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、
画素電極１７ｂはトランジスタ１２ｂを介してデータ信号線１５ｘに接続される。その結
果、画素電極１７ｂの画素容量の蓄積電荷が放電されるとともに、画素電極１７ａ・１７
ｂの画素容量は黒電圧（Ｖｃｏｍ）を印加された状態となる。
【０１２３】
　したがって、画素１０１では、画像表示期間Ｔｄｐの間は、トランジスタ１２ａを介し
て画素電極１７ａに供給されるデータ信号線１５ｘの電位に対応する電圧を画素容量に保
持することで、デジタル画像信号に基づく表示画素を形成する。一方、トランジスタ１２
ａ・１２ｂのゲート端子にそれぞれ与えられるゲートオンパルス信号Ｇａ・Ｇｂに、黒電
圧印加パルスＰｂが現れてから、ゲートオンパルス信号Ｇａに次の画素データ書込パルス
Ｐｗが現れるまでの期間（１フレーム（１Ｖ）期間から画像表示期間Ｔｄｐを除いた残り
の期間）Ｔｂｋは、画素容量に黒電圧（Ｖｃｏｍ）を保持することで黒の画素を形成する
。
【０１２４】
　なお、黒電圧印加パルスＰｂのパルス幅は短いため、画素容量における保持電圧を確実
に黒電圧にするため、各フレーム期間において１水平走査期間（１Ｈ）の間隔で、少なく
とも２個、好ましくは３個以上の黒電圧印加パルスＰｂが続けて当該走査信号線に印加さ
れる。図２２では、黒電圧印加パルスＰｂは、１フレーム期間（１Ｖ）において１水平走
査期間（１Ｈ）の間隔で、連続して３個現れている。
【０１２５】
　本駆動方法によれば、表示ライン毎に黒表示の期間が挿入されることで、駆動回路等の
複雑化や動作周波数の増大を抑えつつ表示がインパルス化される。これにより、電荷の放
電効果に加えて、動画における尾引残像が抑制され、動画表示の性能が改善される。
【０１２６】
　なお、上記各駆動方法ではチャージシェア方式を採用した構成であるが、これに限定さ
れるものではなく、他の方法として、例えば、１フレーム期間において全てのトランジス
タをオンする期間を設け、このオン期間に全てのデータ信号線にＶｃｏｍを供給する構成
としてもよい。
【０１２７】
　本駆動方法におけるチャージシェア方式を実現するソースドライバの具体的な構成につ
いては、「液晶表示ユニットおよび液晶表示装置」の構成とともに後述する。
【０１２８】
　（液晶パネルの具体例１－４）
　ところで、上記液晶パネルでは、１画素に設けられる２つの画素電極のうちトランジス
タに近接する方を該トランジスタに接続しているが、これに限定されない。図２３のよう
に、１画素に設けられる２つの画素電極のうちトランジスタから遠い方を該トランジスタ
に接続してもよい。図２３の液晶パネル５ａでは、図２の液晶パネルと同様、画素１００
および画素１０１に沿うようにデータ信号線１５ｘが設けられ、画素１０３および画素１
０４に沿うようにデータ信号線１５Ｘが設けられている。
【０１２９】
　ここで、画素１００の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１
６ｃが配され、他方と重なるように走査信号線１６ｄが配され、平面的に視て、走査信号
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線１６ｃおよび１６ｄ間に画素電極１７ｄ・１７ｃが列方向に並べられている。また、走
査信号線１６ｃは画素１０３の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、走
査信号線１６ｄは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ｃおよび１６ｄ間
に画素電極１７Ｄ・１７Ｃが列方向に並べられている。
【０１３０】
　また、画素１０１の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６
ａが形成され、他方と重なるように走査信号線１６ｂが形成され、平面的に視て、走査信
号線１６ａおよび１６ｂ間に画素電極１７ｂ・１７ａが列方向に並べられている。また、
走査信号線１６ａは画素１０４の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるとともに、
走査信号線１６ｂは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ａおよび１６ｂ
間に画素電極１７Ｂ・１７Ａが列方向に並べられている。
【０１３１】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａは容量結合電極３７ａｖ・３７ａｈおよびコンタクト電極７７ａに接続さ
れ、コンタクト電極７７ａはコンタクトホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続され
るとともに、結合容量電極３７ａｖ・３７ａｈは層間絶縁膜を介して画素電極１７ｂと重
なっており、これによって画素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図１参照）が
形成される。なお、結合容量電極３７ａｖ・３７ａｈは、図８の液晶パネル５ａと同様、
領域分割された各液晶ドメインの境界部分に現れる十字状の暗線と重なるように配される
。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２
８ａは結合容量電極３７ａと同層に形成された保持容量電極３８ａに接続され、保持容量
電極３８ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっており、これによって、保
持容量Ｃｈａ（図１参照）が形成される。
【０１３２】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された保持容量電極
３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なるとともに引き出し配線２８ｂ
に接続され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７
８ｂはコンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これにより、保持
容量Ｃｈｂ（図１参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配置
並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
【０１３３】
　この構成によれば、画素電極１７ａを含む副画素は「明」、画素電極１７ｂを含む副画
素は「暗」となる。
【０１３４】
　図２３の液晶パネルを備えた液晶表示装置においてデータ信号線１５ｘ・１５Ｘを、例
えば図１０のように駆動すると、フレームＦ１では、全体として図２４（ａ）のようにな
り、フレームＦ２では、全体として図２４（ｂ）のようになる。以降のフレームＦ３・Ｆ
４では、Ｆ１・Ｆ２の動作が繰り返される。
【０１３５】
　（液晶パネルの具体例１－５）
　また、図１の液晶パネルを図２５に示す構成としてもよい。図２５の液晶パネル５ａで
は、行方向に隣り合う２つの画素の一方ではトランジスタに近接する方の画素電極を該ト
ランジスタに接続し、他方ではトランジスタから遠い方の画素電極を該トランジスタに接
続している。図２６は、図２５の液晶パネル５ａの具体例を示している。
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【０１３６】
　図２６の液晶パネル５ａを備えた液晶表示装置においてデータ信号線１５ｘ・１５Ｘを
図１０のように駆動すると、フレームＦ１では、全体として図２７（ａ）のようになり、
フレームＦ２では、全体として図２７（ｂ）のようになる。以降のフレームＦ３・Ｆ４で
は、Ｆ１・Ｆ２の動作が繰り返される。
【０１３７】
　図２６の液晶パネルによれば、明副画素同士が行方向に並んだり、暗副画素同士が行方
向に並んだりすることがなくなるため、行方向のスジムラを低減することができる。
【０１３８】
　（液晶パネルの具体例１－６）
　また、図２６の液晶パネルを図２８に示す構成としてもよい。図２８の液晶パネルでは
、図２６の液晶パネルと同様、行方向に隣り合う２つの画素の一方ではトランジスタに近
接する方の画素電極を該トランジスタに接続し、他方ではトランジスタから遠い方の画素
電極を該トランジスタに接続している。また、図２８の液晶パネルでは、画素１００・１
０３の列方向の中央部分には、画素１００・１０３それぞれを横切るように走査信号線１
６ｃが配され、画素１０１・１０４の列方向の中央部分には、画素１０１・１０４それぞ
れを横切る走査信号線１６ａが配されている。画素１００では、走査信号線１６ｃを挟ん
で列方向に画素電極１７ｃ・１７ｄが列方向に並べられ、画素１０１では、走査信号線１
６ａを挟んで列方向に画素電極１７ａ・１７ｂが列方向に並べられ、画素１０３では、走
査信号線１６ｃを挟んで列方向に画素電極１７Ｃ・１７Ｄが列方向に並べられ、画素１０
４では、走査信号線１６ａを挟んで列方向に画素電極１７Ａ・１７Ｂが列方向に並べられ
ている。
【０１３９】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａはコンタクト電極７７ａに接続され、コンタクト電極７７ａはコンタクト
ホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。さらに、ドレイン電極９ａはドレイ
ン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは結合容量電極３７ａｖ
・３７ａｈに接続され、結合容量電極３７ａｖ・３７ａｈは、層間絶縁膜を介して画素電
極１７ｂと重なっており、これによって画素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（
図２５参照）が形成される。また、保持容量電極３８ａが、ゲート絶縁膜を介して走査信
号線１６ｄと重なるとともに引き出し配線２８ａに接続され、引き出し配線２８ａはコン
タクト電極７８ａに接続され、コンタクト電極７８ａはコンタクトホール１２ａを介して
画素電極１７ａに接続される。これにより、保持容量Ｃｈａ（図２５参照）が形成される
。
【０１４０】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された保持容量電極
３８ｂが、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なるとともに結合容量電極３７ｂ
ｖ・３７ｂｈに接続される。結合容量電極３７ｂｖ・３７ｂｈは引き出し配線２８ｂに接
続され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７８ｂ
はコンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これにより、結合容量
Ｃ１０１（図２５参照）及び保持容量Ｃｈｂ（図２５参照）が形成される。なお、結合容
量電極３７ａｖ・３７ａｈ及び結合容量電極３７ｂｖ・３７ｂｈは、図８の液晶パネル５
ａと同様、領域分割された各液晶ドメインの境界部分に現れる十字状の暗線と重なるよう
に配される。
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【０１４１】
　図２８の液晶パネル５ａによれば、図２６の液晶パネル５ａと同様、明副画素同士が行
方向に並んだり、暗副画素同士が行方向に並んだりすることがなくなるため、行方向のス
ジムラを低減することができる。
【０１４２】
　ここで、図２６及び図２８の液晶パネルを備えた液晶表示装置において、図２９の駆動
方法を採用してもよい。図２９は図２６に示す液晶パネルを備えた本液晶表示装置（ノー
マリブラックモードの液晶表示装置）の駆動方法を示すタイミングチャートである。なお
、ＳＶおよびｓｖは、隣接する２本のデータ信号線（例えば、１５ｘ・１５Ｘ）それぞれ
に供給される信号電位を示し、Ｇａ～Ｇｆは走査信号線１６ａ～１６ｆに供給されるゲー
トオンパルス信号、Ｖｃ・Ｖｄ・Ｖａ・Ｖｂ・ＶＣ・ＶＤはそれぞれ、画素電極１７ｃ・
１７ｄ・１７ａ・１７ｂ・１７Ｃ・１７Ｄの電位を示し、ｓｈはチャージシェア信号を示
している。なお、チャージシェア信号がアクティブ（「Ｈ」）の期間は、全データ信号線
が互いに短絡されたり、外部から全データ信号線に同一電位が供給されたりすることによ
ってチャージシェアが行われる。
【０１４３】
　図２９に示されるように、フレームＦ１では、１水平走査期間内に、まず、１つの画素
に設けられた２つの画素電極（例えば、第１および第２画素電極）にＶｃｏｍを供給した
状態で第２画素電極に接続するトランジスタをＯＦＦし、ついで第１画素電極に信号電位
を書き込む。フレームＦ２では、１水平走査期間内に、まず、第１および第２画素電極に
Ｖｃｏｍを供給した状態で第１画素電極に接続するトランジスタをＯＦＦし、ついで第２
画素電極に信号電位を書き込む。例えば、フレームＦ１では、走査信号線１６ａの水平走
査期間冒頭のチャージシェア期間に走査信号線１６ｂをＯＮ・ＯＦＦし、フレームＦ２で
は、走査信号線１６ａの水平走査期間冒頭のチャージシェア期間に走査信号線１６ａをＯ
Ｎ・ＯＦＦする。以降のフレームＦ３・Ｆ４では、Ｆ１・Ｆ２の動作が繰り返される。こ
こで、本駆動方法では、データ信号線に供給する信号電位の極性を１水平走査期間（１Ｈ
）ごとに反転させるとともに、各フレームにおける同一番目の水平走査期間に供給される
信号電位の極性を２フレーム単位で反転させ、かつ同一水平走査期間においては隣接する
２本のデータ信号線に逆極性の信号電位を供給し、各水平走査期間の冒頭にはチャージシ
ェアを行う。
【０１４４】
　具体的には、連続するフレームＦ１～フレームＦ４において、Ｆ１では、まず１画素に
対応する上下２本の走査信号線（図２５参照）を選択し、隣接する２本のデータ信号線に
Ｖｃｏｍを供給した状態で一方の画素電極（例えば、画素電極１７ｄ・１７Ｃ・１７ｂ・
１７Ａ）に接続するトランジスタ（例えば、トランジスタ１２ｄ・１２Ｄ・１２ｂ・１２
Ｂ）をＯＦＦし、ついで他方の画素電極（例えば、画素電極１７ｃ・１７Ｄ・１７ａ・１
７Ｂ）に信号電位を書き込む。ここでは、隣接する２本のデータ信号線の一方（例えば、
データ信号線１５ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｃの書き込み
期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間（例えば、画素電極
１７ａの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、３番目の水平走査期間
（例えば、画素電極１７ｅの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、上記
２本のデータ信号線の他方（例えば、データ信号線１５Ｘ）には、１番目の水平走査期間
（例えば、画素電極１７Ｄの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、２
番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｂの書き込み期間含む）にプラス極性の信号
電位を供給し、３番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｆの書き込み期間含む）に
マイナス極性の信号電位を供給する。これにより、画素電極１７ｃ（プラス極性）を含む
副画素は「明」、画素電極１７ｄ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｃ
（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｄ（マイナス極性）を含む副画素
は「明」、画素電極１７ａ（マイナス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ（マ
イナス極性）を含む副画素は「暗」となり、全体としては、図３０（ａ）のようになる。
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【０１４５】
　また、Ｆ２では、まず１画素に対応する上下２本の走査信号線を選択し、隣接する２本
のデータ信号線にＶｃｏｍを供給した状態で一方の画素電極（画素電極１７ｃ・１７Ｄ・
１７ａ・１７Ｂ）に接続するトランジスタ（トランジスタ１２ｃ・１２Ｃ・１２ａ・１２
Ａ）をＯＦＦし、ついで他方の画素電極（画素電極１７ｄ・１７Ｃ・１７ｂ・１７Ａ）に
信号電位を書き込む。ここでは、隣接する２本のデータ信号線の一方（データ信号線１５
ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｄの書き込み期間含む）にプラ
ス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｂの書き込み
期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、３番目の水平走査期間（例えば、画素電
極１７ｆの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、上記２本のデータ信号
線の他方（例えば、データ信号線１５Ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電
極１７Ｃの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期
間（例えば、画素電極１７Ａの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、３
番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｅの書き込み期間含む）にマイナス極性の信
号電位を供給する。これにより、画素電極１７ｃ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、
画素電極１７ｄ（プラス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７Ｃ（マイナス極性）
を含む副画素は「明」、画素電極１７Ｄ（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電
極１７ａ（マイナス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７ｂ（マイナス極性）を含
む副画素は「明」となり、全体としては、図３０（ｂ）のようになる。
【０１４６】
　また、Ｆ３では、まず１画素に対応する上下２本の走査信号線を選択し、隣接する２本
のデータ信号線にＶｃｏｍを供給した状態で一方の画素電極（例えば、画素電極１７ｄ・
１７Ｃ・１７ｂ・１７Ａ）に接続するトランジスタ（例えば、トランジスタ１２ｄ・１２
Ｄ・１２ｂ・１２Ｂ）をＯＦＦし、ついで他方の画素電極（例えば、画素電極１７ｃ・１
７Ｄ・１７ａ・１７Ｂ）に信号電位を書き込む。ここでは、隣接する２本のデータ信号線
の一方（例えば、データ信号線１５ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電極
１７ｃの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間
（例えば、画素電極１７ａの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、３番
目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｅの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号
電位を供給し、上記２本のデータ信号線の他方（例えば、データ信号線１５Ｘ）には、１
番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｄの書き込み期間含む）にプラス極性の信号
電位を供給し、２番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｂの書き込み期間含む）に
マイナス極性の信号電位を供給し、３番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｆの書
き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給する。これにより、画素電極１７ｃ（マ
イナス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ｄ（マイナス極性）を含む副画素は「
暗」、画素電極１７Ｃ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７Ｄ（プラス極
性）を含む副画素は「明」、画素電極１７ａ（プラス極性）を含む副画素は「明」、画素
電極１７ｂ（プラス極性）を含む副画素は「暗」となり、全体としては、図３０（ｃ）の
ようになる。
【０１４７】
　また、Ｆ４では、まず１画素に対応する上下２本の走査信号線を選択し、隣接する２本
のデータ信号線にＶｃｏｍを供給した状態で一方の画素電極（画素電極１７ｃ・１７Ｄ・
１７ａ・１７Ｂ）に接続するトランジスタ（トランジスタ１２ｃ・１２Ｃ・１２ａ・１２
Ａ）をＯＦＦし、ついで他方の画素電極（画素電極１７ｄ・１７Ｃ・１７ｂ・１７Ａ）に
信号電位を書き込む。ここでは、隣接する２本のデータ信号線の一方（例えば、データ信
号線１５ｘ）には、１番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｄの書き込み期間含む
）にマイナス極性の信号電位を供給し、２番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７ｂ
の書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、３番目の水平走査期間（例えば
、画素電極１７ｆの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を供給し、上記２本の
データ信号線の他方（例えば、データ信号線１５Ｘ）には、１番目の水平走査期間（例え
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ば、画素電極１７Ｃの書き込み期間含む）にプラス極性の信号電位を供給し、２番目の水
平走査期間（例えば、画素電極１７Ａの書き込み期間含む）にマイナス極性の信号電位を
供給し、３番目の水平走査期間（例えば、画素電極１７Ｅの書き込み期間含む）にプラス
極性の信号電位を供給する。これにより、画素電極１７ｃ（マイナス極性）を含む副画素
は「暗」、画素電極１７ｄ（マイナス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７Ｃ（プ
ラス極性）を含む副画素は「明」、画素電極１７Ｄ（プラス極性）を含む副画素は「暗」
、画素電極１７ａ（プラス極性）を含む副画素は「暗」、画素電極１７ｂ（プラス極性）
を含む副画素は「明」となり、全体としては、図３０（ｄ）のようになる。
【０１４８】
　この駆動方法によれば、チャージシェア期間に、画素電極１７ａ・１７ｂに共通電極電
位を供給した状態で画素電極１７ｂに接続するトランジスタ１２ｂをＯＦＦすることがで
き、この時点で画素電極１７ｂをディスチャージすることができる。すなわち、１水平走
査期間に、まず画素電極１７ｂをディスチャージし、引き続いて画素電極１７ａに信号電
位を書き込むことができる。これにより、走査信号線１６ａがＯＦＦした後の画素電極１
７ｂの電位（すなわち暗副画素の輝度）を、１フレーム前に画素電極１７ｂに書き込まれ
た信号電位に影響されない所望の値とすることができる。また、本駆動方法によれば、各
フレームにおいて明副画素と暗副画素とを市松状に配するとともに、明副画素と暗副画素
とを１フレーム単位で入れ替えることができるため、表示品位の向上を図ることができる
。
【０１４９】
　なお、上記駆動方法では、２本の走査信号線のうち信号電位を書き込む際に選択される
方の走査信号線を１フレームごとに切り替える（例えば、フレームＦ１・Ｆ３では走査信
号線１６ａ、フレームＦ２・Ｆ４では走査信号線１６ｂ）とともに、同一画素に対応する
信号電位の極性を２フレームごとに反転（例えば、フレームＦ１・Ｆ２ではプラス極性と
し、フレームＦ３・Ｆ４ではマイナス極性とする）させているが、これに限定されず、２
本の走査信号線のうち信号電位を書き込む際に選択される方の走査信号線を２フレームご
とに切り替える（例えば、フレームＦ１・Ｆ２では走査信号線１６ａを選択し、フレーム
Ｆ３・Ｆ４では走査信号線１６ｂを選択する）とともに、同一画素に対応する信号電位の
極性を１フレームごとに反転（例えば、フレームＦ１・Ｆ３ではプラス極性とし、フレー
ムＦ２・Ｆ４ではマイナス極性とする）させてもよい。
【０１５０】
　ここで、図２６及び図２８の液晶パネル５ａでは、保持容量電極３８ａと走査信号線１
６ｄとの重なり面積が、保持容量電極３８ｂと走査信号線１６ｄとの重なり面積に等しく
なっていることが好ましい。この構成において図２９の駆動方法を採用すれば、各フレー
ムにおいて、各画素電極に形成される保持容量の変動を抑えることができる。例えば、フ
レームＦ１において明副画素となる画素電極１７ａの保持容量と、フレームＦ２において
明副画素となる画素電極１７ｂの保持容量とを合わせる（等しくする）ことができ、また
、フレームＦ１において暗副画素となる画素電極１７ｂの保持容量と、フレームＦ２にお
いて暗副画素となる画素電極１７ａの保持容量とを合わせる（等しくする）ことができる
。よって、画素電極１７ａ・１７ｂの電位を正常に制御することができる。
【０１５１】
　〔実施の形態２〕
　図３１は本実施の形態２における本液晶パネルの一部を示す等価回路図である。図３１
に示すように、液晶パネル５ｂは、列方向（図中上下方向）に延伸するデータ信号線（１
５ｘ・１５Ｘ）、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線（１６ａ～１６ｆ）、行
および列方向に並べられた画素（１００～１０５）、および共通電極（対向電極）ｃｏｍ
を備え、各画素の構造は同一の構成である。なお、画素１００～１０２が含まれる画素列
と、画素１０３～１０５が含まれる画素列とが隣接している。
【０１５２】
　液晶パネル５ｂでは、１つの画素に対応して１本のデータ信号線と２本の走査信号線と
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が設けられており、画素１００に設けられた３つの画素電極１７ｃ・１７ｄ・１７ｃ′、
画素１０１に設けられた３つの画素電極１７ａ・１７ｂ・１７ａ′、および画素１０２に
設けられた３つの画素電極１７ｅ・１７ｆ・１７ｅ′が一列に配されるともに、画素１０
３に設けられた３つの画素電極１７Ｃ・１７Ｄ・１７Ｃ′、画素１０４に設けられた３つ
の画素電極１７Ａ・１７Ｂ・１７Ａ′、および画素１０５に設けられた３つの画素電極１
７Ｅ・１７Ｆ・１７Ｅ′が一列に配され、画素電極１７ｃと１７Ｃ、画素電極１７ｄと１
７Ｄ、画素電極１７ｃ′と１７Ｃ′、画素電極１７ａと１７Ａ、画素電極１７ｂと１７Ｂ
、画素電極１７ａ′と１７Ａ′、および画素電極１７ｅと１７Ｅ、画素電極１７ｆと１７
Ｆ、画素電極１７ｅ′と１７Ｅ′がそれぞれ行方向に隣接している。
【０１５３】
　各画素の構造は同一であるため、以下では、主に画素１０１を例に挙げて説明する。
【０１５４】
　画素１０１では、画素電極１７ａおよび１７ｂが結合容量Ｃ１０１を介して接続され、
画素電極１７ａが、走査信号線１６ａに接続されたトランジスタ１２ａを介してデータ信
号線１５ｘに接続され、画素電極１７ｂが、走査信号線１６ｂに接続されたトランジスタ
１２ｂを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素電極１７ａおよび走査信号線１６ｄ
間に保持容量Ｃｈａが形成され、画素電極１７ｂおよび走査信号線１６ｄ間に保持容量Ｃ
ｈｂが形成され、画素電極１７ａおよび共通電極ｃｏｍ間に液晶容量Ｃｌａが形成され、
画素電極１７ｂおよび共通電極ｃｏｍ間に液晶容量Ｃｌｂが形成されている。画素電極１
７ａ′は、画素電極１７ａに電気的に接続されている。
【０１５５】
　（液晶パネルの具体例２－１）
　液晶パネル５ｂの具体例２－１を図３２に示す。図３２の液晶パネル５ｂでは、画素１
００および画素１０１に沿うようにデータ信号線１５ｘが設けられ、画素１０３および画
素１０４に沿うようにデータ信号線１５Ｘが設けられている。
【０１５６】
　ここで、画素１００の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１
６ｃが配され、他方と重なるように走査信号線１６ｄが配され、平面的に視て、走査信号
線１６ｃおよび１６ｄ間に画素電極１７ｃ・１７ｄ・１７ｃ′が列方向に並べられている
。また、走査信号線１６ｃは画素１０３の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なると
ともに、走査信号線１６ｄは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ｃおよ
び１６ｄ間に画素電極１７Ｃ・１７Ｄ・１７Ｃ′が列方向に並べられている。
【０１５７】
　また、画素１０１の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６
ａが形成され、他方と重なるように走査信号線１６ｂが形成され、平面的に視て、走査信
号線１６ａおよび１６ｂ間に画素電極１７ａ・１７ｂ・１７ａ′が列方向に並べられてい
る。また、走査信号線１６ａは画素１０４の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なる
とともに、走査信号線１６ｂは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ａお
よび１６ｂ間に画素電極１７Ａ・１７Ｂ・１７Ａ′が列方向に並べられている。
【０１５８】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａは、コンタクト電極７７ａおよび結合容量電極３７ａに接続され、コンタ
クト電極７７ａは、コンタクトホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。結合
容量電極３７ａは、層間絶縁膜を介して画素電極１７ｂと重なっており、これによって画
素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図３１参照）が形成される。結合容量電極
３７ａから引き出された引き出し配線２７ａ′は、コンタクト電極７７ａ′に接続され、
コンタクト電極７７ａ′は、コンタクトホール１１ａ′を介して画素電極１７ａ′に接続
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され、これにより画素電極１７ａ・１７ａ′は互いに電気的に接続される。また、ドレイ
ン電極９ａはドレイン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは結
合容量電極３７ａと同層に形成された保持容量電極３８ａに接続され、保持容量電極３８
ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっており、これによって、保持容量Ｃ
ｈａ（図３１参照）が形成される。
【０１５９】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された保持容量電極
３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なるとともに引き出し配線２８ｂ
に接続され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７
８ｂはコンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これにより、保持
容量Ｃｈｂ（図３１参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配
置並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
【０１６０】
　この構成によれば、画素電極１７ａ・１７ａ′を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ
を含む副画素は「暗」となる。
【０１６１】
　図３３は図３２のＡ－Ｂ断面図である。図３３に示すように、液晶パネル５ｂは、アク
ティブマトリクス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３
０）間に配される液晶層４０とを備える。
【０１６２】
　図３３に示すように、アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１上に走査信号
線１６ａ・１６ｂが形成され、これらを覆うように無機ゲート絶縁膜２２が形成されてい
る。無機ゲート絶縁膜２２上には、半導体層２４（ｉ層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接する
ソース電極８ａ、ドレイン電極９ａ、ドレイン引き出し配線２７ａ・２７ａ′、コンタク
ト電極７７ａ・７７ａ′および結合容量電極３７ａが形成され、これらを覆うように無機
層間絶縁膜２５が形成されている。なお、ソース電極８ａおよびドレイン電極９ａと重な
らない半導体層２４（典型的にはトランジスタのチャネル部）は、ｎ＋層がエッチング等
により除去され、ｉ層のみとなっている。無機層間絶縁膜２５上には画素電極１７ａ・１
７ｂ・１７ａ′が形成され、さらに、これら（画素電極１７ａ・１７ｂ・１７ａ′）を覆
うように配向膜（図示せず）が形成されている。ここで、コンタクトホール１１ａ・１１
ａ′では、それぞれ、無機層間絶縁膜２５が刳り貫かれており、これによって、画素電極
１７ａとコンタクト電極７７ａとが接続され、画素電極１７ａ′とコンタクト電極７７ａ
′とが接続される。また、ドレイン引き出し配線２７ａに繋がる結合容量電極３７ａは無
機層間絶縁膜２５を介して画素電極１７ｂと重なっており、これによって、結合容量Ｃ１
０１（図３１参照）が形成される。結合容量電極３７ａから引き出された引き出し配線２
７ａ′は、コンタクト電極７７ａ′に接続され、コンタクト電極７７ａ′はコンタクトホ
ール１１ａ′を介して画素電極１７ａ′に接続される。なお、保持容量Ｃｈａ（図３１参
照）は、図４に示したように、保持容量電極３８ａと走査信号線１６ｄとの重なり部分に
形成され、保持容量Ｃｈｂ（図３１参照）は、図４に示したように、保持容量電極３８ｂ
と走査信号線１６ｄとの重なり部分に形成される。
【０１６３】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
び着色層１４が形成され、その上層に共通電極（ｃｏｍ）２８が形成され、さらにこれを
覆うように配向膜（図示せず）が形成されている。
【０１６４】
　なお、図５に示したように、画素電極の下層に、薄い無機層間絶縁膜２５と厚い有機層
間絶縁膜２６とを形成する構成の場合には、図３２の液晶パネル５ｂを図３４に示すよう
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な構成とすることもできる。すなわち、画素電極１７ａ′が、無機層間絶縁膜２５と厚い
有機層間絶縁膜２６とを介して走査信号線１６ｂと重なるように形成する。これにより、
画素電極１７ａ′と走査信号線１６ｂとの間の寄生容量を低減することができるため、特
に、走査信号線１６ｂの負荷の増加を抑制しつつ、開口率を向上させることができる。
【０１６５】
　（液晶パネルの具体例２－２）
　ここで、本発明の液晶パネルは、上述したような、矩形状の画素電極が列方向に並んで
配される構成に限定されるものではなく、図３５に示すような構成であってもよい。
【０１６６】
　図３５の液晶パネル５ｂでは、画素１０１を例に挙げると、データ信号線１５ｘおよび
走査信号線１６ａの交差部近傍にトランジスタ１２ａが配され、両信号線（１５ｘ・１６
ａ）と走査信号線１６ｂとで画される画素領域に、台形形状をなす画素電極１７ａと、画
素電極１７ａを支点として走査信号線１６ａの行方向に対して略３１５°の位置に、画素
電極１７ａを１８０°回転した状態の形状と略一致する台形形状をなす画素電極１７ａ′
と、これら画素電極１７ａ・１７ａ′を除いた画素領域において、画素電極１７ａ・１７
ａ′の形状に対応する（かみ合う）ように配される画素電極１７ｂとを有する。
【０１６７】
　このような構成により、画素電極１７ａ・１７ｂ・１７ａ′は、それぞれ、画素電極１
７ａの一部が走査信号線１６ａに近接し、画素電極１７ａ′の一部が、走査信号線１６ｂ
に近接し、画素電極１７ｂの一方の端部が走査信号線１６ａに近接するとともに他方の端
部が走査信号線１６ｂに近接するように配されている。換言すると、画素電極１７ａ・１
７ａ′それぞれの少なくとも一部が、走査信号線１６ａ・１６ｂのそれぞれに近接して配
されるとともに、画素電極１７ｂは、走査信号線１６ａ・１６ｂ同士を繋ぐように、列方
向に延びて配されている。
【０１６８】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａは、コンタクト電極７７ａに接続され、コンタクト電極７７ａは、コンタ
クトホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。また、ドレイン電極９ａはドレ
イン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは保持容量電極３８ａ
に接続され、保持容量電極３８ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なってお
り、これにより、保持容量Ｃｈａ（図３１参照）が形成される。結合容量電極３７ａは、
層間絶縁膜を介して画素電極１７ｂと重なっており、結合容量電極３７ａの一端はコンタ
クト電極７８ａに接続され、コンタクト電極７８ａはコンタクトホール１２ａを介して画
素電極１７ａに接続され、結合容量電極３７ａの他端はコンタクト電極７７ａ′に接続さ
れ、コンタクト電極７７ａ′はコンタクトホール１１ａ′を介して画素電極１７ａ′に接
続される。これによって画素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図３１参照）が
形成されるとともに、画素電極１７ａ・１７ａ′が互いに電気的に接続される。
【０１６９】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画
素電極１７ｂに接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に形成された保持容量電極
３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なるとともに引き出し配線２８ｂ
に接続され、引き出し配線２８ｂはコンタクト電極７８ｂに接続され、コンタクト電極７
８ｂはコンタクトホール１２ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これにより、保持
容量Ｃｈｂ（図３１参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配
置並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
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【０１７０】
　この構成によれば、画素電極１７ａ・１７ａ′を含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ
を含む副画素は「暗」となる。
【０１７１】
　（液晶パネルの具体例２－３）
　液晶パネル５ｂの具体例２－３に対応する等価回路図を図３６に示し、液晶パネル５ｂ
の具体例２－３を図３７に示す。図３６の液晶パネル５ｂでは、各画素領域内に画素電極
が３つ形成されており、図３１の液晶パネルと同様、列方向（図中上下方向）に延伸する
データ信号線（１５ｘ・１５Ｘ）、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線（１６
ａ～１６ｆ）、行および列方向に並べられた画素（１００～１０５）、および共通電極（
対向電極）ｃｏｍを備え、各画素の構造は同一の構成である。なお、画素１００～１０２
が含まれる画素列と、画素１０３～１０５が含まれる画素列とが隣接している。
【０１７２】
　ここで、画素１００の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１
６ｃが配され、他方と重なるように走査信号線１６ｄが配され、平面的に視て、走査信号
線１６ｃおよび１６ｄ間に画素電極１７ｄ・１７ｃ・１７ｄ′が列方向に並べられている
。また、走査信号線１６ｃは画素１０３の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なると
ともに、走査信号線１６ｄは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ｃおよ
び１６ｄ間に画素電極１７Ｄ・１７Ｃ・１７Ｄ′が列方向に並べられている。
【０１７３】
　また、画素１０１の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なるように走査信号線１６
ａが形成され、他方と重なるように走査信号線１６ｂが形成され、平面的に視て、走査信
号線１６ａおよび１６ｂ間に画素電極１７ｂ・１７ａ・１７ｂ′が列方向に並べられてい
る。また、走査信号線１６ａは画素１０４の行方向に沿う２つのエッジ部の一方と重なる
とともに、走査信号線１６ｂは他方と重なっており、平面的に視て、走査信号線１６ａお
よび１６ｂ間に画素電極１７Ｂ・１７Ａ・１７Ｂ′が列方向に並べられている。
【０１７４】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａは、コンタクト電極７７ａおよび結合容量電極３７ａに接続され、コンタ
クト電極７７ａは、コンタクトホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。結合
容量電極３７ａは、層間絶縁膜を介して画素電極１７ｂと重なっており、これによって画
素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図３６参照）が形成される。また、ドレイ
ン電極９ａはドレイン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは結
合容量電極３７ａと同層に形成された保持容量電極３８ａに接続され、保持容量電極３８
ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっており、これによって、保持容量Ｃ
ｈａ（図３６参照）が形成される。
【０１７５】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂ・７７ｂ′および保持容量電極３８ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂ
はコンタクトホール１１ｂを介して画素電極１７ｂに接続され、コンタクト電極７７ｂ′
はコンタクトホール１１ｂ′を介して画素電極１７ｂ′に接続される。これにより、画素
電極１７ｂ・１７ｂ′が互いに電気的に接続される。また、保持容量電極３８ａと同層に
形成された保持容量電極３８ｂは、ゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なってお
り、これによって、保持容量Ｃｈｂ（図３６参照）が形成される。なお、他の画素の構成
（各部材の形状および配置並びに接続関係）は画素１０１のそれと同じである。
【０１７６】



(37) JP 5384633 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　この構成によれば、画素電極１７ａを含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ・１７ｂ′
を含む副画素は「暗」となる。
【０１７７】
　（液晶パネルの具体例２－４）
　ここで、本発明の液晶パネルは、上述したような、矩形状の画素電極が列方向に並んで
配される構成に限定されるものではなく、図３８に示すような構成であってもよい。
【０１７８】
　図３８の液晶パネル５ｂでは、画素１０１を例に挙げると、データ信号線１５ｘおよび
走査信号線１６ａの交差部近傍にトランジスタ１２ａが配され、両信号線（１５ｘ・１６
ａ）と走査信号線１６ｂとで画される画素領域に、台形形状をなす画素電極１７ｂと、画
素電極１７ｂを支点として走査信号線１６ａの行方向に対して略３１５°の位置に、画素
電極１７ｂを１８０°回転した状態の形状と略一致する台形形状をなす画素電極１７ｂ′
と、これら画素電極１７ｂ・１７ｂ′を除いた画素領域において、画素電極１７ｂ・１７
ｂ′の形状に対応する（かみ合う）ように配される画素電極１７ａとを有する。
【０１７９】
　このような構成により、画素電極１７ｂ・１７ａ・１７ｂ′は、それぞれ、画素電極１
７ｂの一部が走査信号線１６ａに近接し、画素電極１７ｂ′の一部が、走査信号線１６ｂ
に近接し、画素電極１７ａの一方の端部が走査信号線１６ａに近接するとともに他方の端
部が走査信号線１６ｂに近接するように配されている。換言すると、画素電極１７ｂ・１
７ｂ′それぞれの少なくとも一部が、走査信号線１６ａ・１６ｂのそれぞれに近接して配
されるとともに、画素電極１７ａは、走査信号線１６ａ・１６ｂ同士を繋ぐように、列方
向に延びて配されている。
【０１８０】
　画素１０１では、走査信号線１６ａ上に、トランジスタ１２ａのソース電極８ａおよび
ドレイン電極９ａが形成され、走査信号線１６ｂ上に、トランジスタ１２ｂのソース電極
８ｂおよびドレイン電極９ｂが形成されている。ソース電極８ａはデータ信号線１５ｘに
接続される。ドレイン電極９ａはドレイン引き出し配線２７ａに接続され、ドレイン引き
出し配線２７ａは、コンタクト電極７７ａに接続され、コンタクト電極７７ａは、コンタ
クトホール１１ａを介して画素電極１７ａに接続される。また、ドレイン電極９ａはドレ
イン引き出し配線２８ａに接続され、ドレイン引き出し配線２８ａは保持容量電極３８ａ
に接続され、保持容量電極３８ａはゲート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なってお
り、これにより、保持容量Ｃｈａ（図３６参照）が形成される。
【０１８１】
　トランジスタ１２ｂのソース電極８ｂはデータ信号線１５ｘに接続される。ドレイン電
極９ｂはドレイン引き出し配線２７ｂに接続され、ドレイン引き出し配線２７ｂはコンタ
クト電極７７ｂ′に接続され、コンタクト電極７７ｂ′はコンタクトホール１１ｂ′を介
して画素電極１７ｂ′に接続される。結合容量電極３７ｂは、層間絶縁膜を介して画素電
極１７ａと重なっており、結合容量電極３７ｂの一端はコンタクト電極７７ｂ′に接続さ
れ、コンタクト電極７７ｂ′はコンタクトホール１２ｂ′を介して画素電極１７ｂ′に接
続され、結合容量電極３７ｂの他端はコンタクト電極７７ｂに接続され、コンタクト電極
７７ｂはコンタクトホール１１ｂを介して画素電極１７ｂに接続される。これによって画
素電極１７ａ・１７ｂ間の結合容量Ｃ１０１（図３６参照）が形成されるとともに、画素
電極１７ｂ・１７ｂ′が互いに電気的に接続される。また、結合容量電極３７ｂから引き
出された引き出し配線２８ｂは保持容量電極３８ｂに接続され、保持容量電極３８ｂはゲ
ート絶縁膜を介して走査信号線１６ｄと重なっている。これにより、保持容量Ｃｈｂ（図
３６参照）が形成される。なお、他の画素の構成（各部材の形状および配置並びに接続関
係）は画素１０１のそれと同じである。
【０１８２】
　この構成によれば、画素電極１７ａを含む副画素は「明」、画素電極１７ｂ・１７ｂ′
を含む副画素は「暗」となる。
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【０１８３】
　ここで、本実施の形態２に係る液晶パネル５ｂを備えた液晶表示装置における駆動方法
は、上記実施の形態１で説明した各駆動方法を適用することができることはいうまでもな
い。
【０１８４】
　また、上記実施の形態１・２に示した各液晶パネル５ａ・５ｂは、周知の構成と組み合
わせることも可能であり、例えば図３９に示すようにＭＶＡ（Multidomain Vertical Ali
gnment）構造とすることもできる。図３９では、図２に示した液晶パネル５ａをＭＶＡ構
造とした場合を構成を示している。なお、本液晶パネル５ａは、アクティブマトリクス基
板と液晶層とカラーフィルタ基板とを備えるが、図３９では、液晶層は図示せず、カラー
フィルタ基板についてはリブのみを図示している。図４０は、図３９の一部を拡大した平
面図である。以下では、画素１０１を例に挙げて説明する。
【０１８５】
　図４０に示すように、画素１０１は、画素電極１７ａを含む副画素（以下、「第１副画
素」）、および、画素電極１７ｂを含む副画素（以下、「第２副画素」）から構成される
。第１副画素には、第１リブＬ１とスリット（画素電極スリット）Ｓ１～Ｓ４とからなる
第１配向規制用構造物が設けられ、第２副画素には、第２リブＬ２とスリット（画素電極
スリット）Ｓ５～Ｓ８とからなる第２配向規制用構造物が設けられる。
【０１８６】
　画素１０１においては、走査信号線１６ａ側に位置する第１副画素が、走査信号線１６
ａに沿う端部Ｅ１とこれと向き合う端部Ｅ２とを有し、走査信号線１６ｂ側に位置する第
２副画素が、走査信号線１６ｂに沿う端部Ｅ１とこれに向き合う端部Ｅ２とを有する。こ
こで、カラーフィルタ基板の第１副画素に対応する部分には、行方向（図中左→右方向）
に視てＶ字形状をなす第１リブＬ１が、端部Ｅ１に始端部Ｔが位置するとともに端部Ｅ２
に終端部Ｍが位置するように設けられ、カラーフィルタ基板の第２副画素に対応する部分
にも、行方向（図中左→右方向）に視てＶ字形状をなす第２リブＬ２が、端部Ｅ１に始端
部Ｔが位置するとともに端部Ｅ２に終端部Ｍが位置するように設けられる。すなわち、第
１リブＬ１の向きと第２リブＬ２の向きは同方向である。
【０１８７】
　さらに、画素電極１７ａには第１リブＬ１に対応して複数のスリットＳ１～Ｓ４が設け
られるとともに、画素電極１７ｂには第２リブＬ２に対応して複数のスリットＳ５～Ｓ８
が設けられている。ここで、スリットＳ１・Ｓ３は、第１リブＬ１の始端部Ｔから屈折部
Ｋまでの部分とほぼ平行となるようにその両側に設けられ、スリットＳ２・Ｓ４は第１リ
ブＬ１の屈折部Ｋから終端部Ｍまでの部分とほぼ平行となるようにその両側に設けられ、
スリットＳ６・Ｓ８は第２リブＬ２の始端部Ｔから屈折部Ｋまでの部分とほぼ平行となる
ようにその両側に設けられ、スリットＳ５・Ｓ７は第２リブＬ２の屈折部Ｋから終端部Ｍ
までの部分とほぼ平行となるようにその両側に設けられており、スリットＳ５～Ｓ８の形
状および第２リブＬ２に対する配置位置は、スリットＳ１～Ｓ４の形状および第１リブＬ
１に対する配置位置と同様である。なお、第１および第２リブＬ１・Ｌ２それぞれにおい
て、始端部Ｔ、屈折部Ｋ、および終端部Ｍがなす角（∠ＴＫＭ）はおよそ９０°である。
【０１８８】
　このように、スリットＳ１、第１リブＬ１の一辺（ＴＫ部分）、およびスリットＳ３は
それぞれ平行で、かつ走査信号線１６ａに対して斜めに（約－１３５°をなして）延伸し
、スリットＳ２、第１リブＬ１の一辺（ＫＭ部分）、およびスリットＳ４はそれぞれ平行
で、かつ走査信号線１６ａに対して斜めに（約－４５°をなして）延伸しており、第１リ
ブＬ１の一辺（ＴＫ部分）の一部とスリットＳ３の一部とが第１副画素の端部Ｅ１（走査
信号線１６ａに沿う部分）に位置している。一方、スリットＳ６、第２リブＬ２の一辺（
ＴＫ部分）、およびスリットＳ８はそれぞれ平行で、かつ走査信号線１６ｂに対して斜め
に（約１３５°をなして）延伸し、スリットＳ５、第２リブＬ２の一辺（ＫＭ部分）、お
よびスリットＳ７はそれぞれ平行で、かつ走査信号線１６ｂに対して斜め（約４５°をな
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して）に延伸しており、上記第２リブＬ２の一辺（ＴＫ部分）の一部とスリットＳ８の一
部とが第２副画素の端部Ｅ１（走査信号線１６ｂに沿う部分）に位置している。
【０１８９】
　本液晶パネル５ａを用いた液晶表示装置によれば、広視野角化を実現することができる
という効果を得ることができる。また、本液晶パネル５ａでは、図３９に示すように、リ
ブＬ１・Ｌ２の向きを、列方向に隣接する２つの画素（例えば画素１０１と画素１０４）
どうしで逆にしているため、特定の配向領域に偏って配向乱れの影響を受けることがなく
なる。これにより、視野角特性の優れた液晶表示装置を実現することができる。
【０１９０】
　なお、本液晶パネルではカラーフィルタ基板にリブが設けられている形態を示したがこ
れに限定されるものではなく、カラーフィルタ基板に設けられたリブの代わりにスリット
を設けてもよい。
【０１９１】
　また、本液晶パネルでは、自段の画素領域（画素１０１）に設けられた第１および第２
画素電極（１７ａ・１７ｂ）の少なくとも一方と、前段の画素領域（画素１００）に対応
する第２走査信号線（１６ｄ）との間に保持容量（Ｃｈａ・Ｃｈｂ）が形成されている形
態を示したが、これに限定されるものではなく、上記第１および第２画素電極（１７ａ・
１７ｂ）の少なくとも一方と、前段の画素領域（画素１００）に対応する第１走査信号線
（１６ｃ）との間に保持容量（Ｃｈａ・Ｃｈｂ）が形成されていてもよい。すなわち、本
液晶パネルでは、自段の画素領域（画素１０１）に設けられた第１および第２画素電極（
１７ａ・１７ｂ）の少なくとも一方と、前段の画素領域（画素１００）に対応する第１お
よび第２走査信号線（１６ｃ・１６ｄ）の少なくとも一方との間に保持容量（Ｃｈａ・Ｃ
ｈｂ）が形成されている構成である。
【０１９２】
　（液晶表示ユニット、液晶表示装置の構成）
　最後に、本発明の液晶表示ユニットおよび液晶表示装置の構成例について説明する。上
記各実施の形態では、以下のようにして、本液晶表示ユニットおよび液晶表示装置を構成
する。すなわち、液晶パネル（５ａ・５ｂ）の両面に、２枚の偏光板Ａ・Ｂを、偏光板Ａ
の偏光軸と偏光板Ｂの偏光軸とが互いに直交するように貼り付ける。なお、偏光板には必
要に応じて、光学補償シート等を積層してもよい。次に、図４１（ａ）に示すように、ド
ライバ（ゲートドライバ２０２、ソースドライバ２０１）を接続する。ここでは、一例と
して、ドライバをＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｅｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）方式による接続に
ついて説明する。まず、液晶パネルの端子部にＡＣＦ（Ａｎｉｓｏｔｏｒｏｐｉ　Ｃｏｎ
ｄｕｋｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）を仮圧着する。ついで、ドライバが乗せられたＴＣＰをキャ
リアテープから打ち抜き、パネル端子電極に位置合わせし、加熱、本圧着を行う。その後
、ドライバＴＣＰ同士を連結するための回路基板２０３（ＰＷＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｗｉ
ｒｉｎｇ　Ｂｏａｒｄ）とＴＣＰの入力端子とをＡＣＦで接続する。これにより、液晶表
示ユニット２００が完成する。その後、図４１（ｂ）に示すように、液晶表示ユニット２
００の各ドライバ（２０１・２０２）に、回路基板２０３を介して表示制御回路２０９を
接続し、照明装置（バックライトユニット）２０４と一体化することで、液晶表示装置２
１０となる。
【０１９３】
　図４２（ａ）に、本液晶表示装置において、リフレッシュ期間を設ける場合のソースド
ライバの構成を示す。図４２（ａ）に示すように、この場合のソースドライバには、各デ
ータ信号線に対応してバッファ３１と、データ出力用スイッチＳＷａと、リフレッシュ用
スイッチＳＷｂとが設けられる。バッファ３１には対応するデータｄが入力され、バッフ
ァ３１の出力は、データ出力用スイッチＳＷａを介してデータ信号線への出力端に接続さ
れている。また、隣り合う２本のデータ信号線それぞれに対応する出力端は、リフレッシ
ュ用スイッチＳＷｂを介して互いに接続されている。すなわち、各リフレッシュ用スイッ
チＳＷｂは直列に接続され、その一端がリフレッシュ電位供給源３５（Ｖｃｏｍ）に接続
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されている。ここで、データ出力用スイッチＳＷａのゲート端子には、チャージシェア信
号ｓｈがインバータ３３を介して入力され、リフレッシュ用スイッチＳＷｂのゲート端子
には、チャージシェア信号ｓｈが入力される。
【０１９４】
　なお、図４２（ａ）に示すソースドライバを図４２（ｂ）のように構成してもよい。す
なわち、リフレッシュ用スイッチＳＷｃを、対応するデータ信号線とリフレッシュ電位供
給源３５（Ｖｃｏｍ）にのみに接続し、各リフレッシュ用スイッチＳＷｃを直列に接続し
ない構成とする。こうすれば、各データ信号線に速やかにリフレッシュ電位を供給するこ
とができる。
【０１９５】
　ここで、上記したソースドライバの構成ではリフレッシュ電位をＶｃｏｍとしているが
これに限定されない。例えば、同一データ信号線に１水平走査期間前に供給された信号電
位のレベルと現水平走査期間に供給すべき信号電位とに基づいて適切なリフレッシュ電位
を算出しておき、このリフレッシュ電位を該データ信号線に供給してもよい。この場合の
ソースドライバの構成を図４３に示す。該構成では、各データ信号線に対応して、データ
出力用バッファ１１０と、リフレッシュ用バッファ１１１と、データ出力用スイッチＳＷ
ａと、リフレッシュ用スイッチＳＷｅとが設けられる。データ出力用バッファ１１０には
対応するデータｄが入力され、データ出力用バッファ１１０の出力は、データ出力用スイ
ッチＳＷａを介してデータ信号線への出力端に接続されている。リフレッシュ用バッファ
１１１には、対応する非画像データＮ（１水平走査期間前に供給された信号電位のレベル
と現水平走査期間に供給すべき信号電位とに基づいて決定された最適なリフレッシュ電位
に対応するデータ）が入力され、リフレッシュ用バッファ１１１の出力は、リフレッシュ
用スイッチＳＷｅを介してデータ信号線への出力端に接続されている。
【０１９６】
　本願でいう「電位の極性」とは、基準となる電位に対する高（プラス）・低（マイナス
）を意味する。ここで、基準となる電位は、共通電極（対向電極）の電位であるＶｃｏｍ
（コモン電位）であってもその他任意の電位であってもよい。
【０１９７】
　図４４は、本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示されるように、本
液晶表示装置は、表示部（液晶パネル）と、ソースドライバ（ＳＤ）と、ゲートドライバ
（ＧＤ）と、表示制御回路とを備えている。ソースドライバはデータ信号線を駆動し、ゲ
ートドライバは走査信号線を駆動し、表示制御回路は、ソースドライバおよびゲートドラ
イバを制御する。
【０１９８】
　表示制御回路は、外部の信号源（例えばチューナー）から、表示すべき画像を表すデジ
タルビデオ信号Ｄｖと、当該デジタルビデオ信号Ｄｖに対応する水平同期信号ＨＳＹおよ
び垂直同期信号ＶＳＹと、表示動作を制御するための制御信号Ｄｃとを受け取る。また、
表示制御回路は、受け取ったこれらの信号Ｄｖ，ＨＳＹ，ＶＳＹ，Ｄｃに基づき、そのデ
ジタルビデオ信号Ｄｖの表す画像を表示部に表示させるための信号として、データスター
トパルス信号ＳＳＰと、データクロック信号ＳＣＫと、チャージシェア信号ｓｈと、表示
すべき画像を表すデジタル画像信号ＤＡ（ビデオ信号Ｄｖに対応する信号）と、ゲートス
タートパルス信号ＧＳＰと、ゲートクロック信号ＧＣＫと、ゲートドライバ出力制御信号
（走査信号出力制御信号）ＧＯＥとを生成し、これらを出力する。
【０１９９】
　より詳しくは、ビデオ信号Ｄｖを内部メモリで必要に応じてタイミング調整等を行った
後に、デジタル画像信号ＤＡとして表示制御回路から出力し、そのデジタル画像信号ＤＡ
の表す画像の各画素に対応するパルスからなる信号としてデータクロック信号ＳＣＫを生
成し、水平同期信号ＨＳＹに基づき１水平走査期間毎に所定期間だけハイレベル（Ｈレベ
ル）となる信号としてデータスタートパルス信号ＳＳＰを生成し、垂直同期信号ＶＳＹに
基づき１フレーム期間（１垂直走査期間）毎に所定期間だけＨレベルとなる信号としてゲ
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ートスタートパルス信号ＧＳＰを生成し、水平同期信号ＨＳＹに基づきゲートクロック信
号ＧＣＫを生成し、水平同期信号ＨＳＹおよび制御信号Ｄｃに基づきチャージシェア信号
ｓｈ、ならびにゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥを生成する。
【０２００】
　上記のようにして表示制御回路において生成された信号のうち、デジタル画像信号ＤＡ
、チャージシェア信号ｓｈ、信号電位（データ信号電位）の極性を制御する信号ＰＯＬ、
データスタートパルス信号ＳＳＰ、およびデータクロック信号ＳＣＫは、ソースドライバ
に入力され、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとゲートドラ
イバ出力制御信号ＧＯＥとは、ゲートドライバに入力される。
【０２０１】
　ソースドライバは、デジタル画像信号ＤＡ、データクロック信号ＳＣＫ、チャージシェ
ア信号ｓｈ、データスタートパルス信号ＳＳＰ、および極性反転信号ＰＯＬに基づき、デ
ジタル画像信号ＤＡの表す画像の各走査信号線における画素値に相当するアナログ電位（
信号電位）を１水平走査期間毎に順次生成し、これらのデータ信号をデータ信号線（例え
ば、１５ｘ・１５Ｘ）に出力する。
【０２０２】
　ゲートドライバは、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫ
と、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥとに基づき、ゲートオンパルス信号を生成し、こ
れらを走査信号線に出力し、これによって走査信号線を選択的に駆動する。
【０２０３】
　上記のようにソースドライバおよびゲートドライバにより表示部（液晶パネル）のデー
タ信号線および走査信号線が駆動されることで、選択された走査信号線に接続されたトラ
ンジスタ（ＴＦＴ）を介して、データ信号線から画素電極に信号電位が書き込まれる。こ
れにより各副画素の液晶層に電圧が印加され、これによってバックライトからの光の透過
量が制御され、デジタルビデオ信号Ｄｖの示す画像が各副画素に表示される。
【０２０４】
　次に、本液晶表示装置をテレビジョン受信機に適用するときの一構成例について説明す
る。図４５は、テレビジョン受信機用の液晶表示装置８００の構成を示すブロック図であ
る。液晶表示装置８００は、液晶表示ユニット８４と、Ｙ／Ｃ分離回路８０と、ビデオク
ロマ回路８１と、Ａ／Ｄコンバータ８２と、液晶コントローラ８３と、バックライト駆動
回路８５と、バックライト８６と、マイコン（マイクロコンピュータ）８７と、階調回路
８８とを備えている。なお、液晶表示ユニット８４は、液晶パネルと、これを駆動するた
めのソースドライバおよびゲートドライバとで構成される。
【０２０５】
　上記構成の液晶表示装置８００では、まず、テレビジョン信号としての複合カラー映像
信号Ｓｃｖが外部からＹ／Ｃ分離回路８０に入力され、そこで輝度信号と色信号に分離さ
れる。これらの輝度信号と色信号は、ビデオクロマ回路８１にて光の３原色に対応するア
ナログＲＧＢ信号に変換され、さらに、このアナログＲＧＢ信号はＡ／Ｄコンバータ８２
により、デジタルＲＧＢ信号に変換される。このデジタルＲＧＢ信号は液晶コントローラ
８３に入力される。また、Ｙ／Ｃ分離回路８０では、外部から入力された複合カラー映像
信号Ｓｃｖから水平および垂直同期信号も取り出され、これらの同期信号もマイコン８７
を介して液晶コントローラ８３に入力される。
【０２０６】
　液晶表示ユニット８４には、液晶コントローラ８３からデジタルＲＧＢ信号が、上記同
期信号に基づくタイミング信号と共に所定のタイミングで入力される。また、階調回路８
８では、カラー表示の３原色Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの階調電位が生成され、それらの階調電
位も液晶表示ユニット８４に供給される。液晶表示ユニット８４では、これらのＲＧＢ信
号、タイミング信号および階調電位に基づき内部のソースドライバやゲートドライバ等に
より駆動用信号（データ信号＝信号電位、走査信号等）が生成され、それらの駆動用信号
に基づき、内部の液晶パネルにカラー画像が表示される。なお、この液晶表示ユニット８
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４によって画像を表示するには、液晶表示ユニット内の液晶パネルの後方から光を照射す
る必要があり、この液晶表示装置８００では、マイコン８７の制御の下にバックライト駆
動回路８５がバックライト８６を駆動することにより、液晶パネルの裏面に光が照射され
る。上記の処理を含め、システム全体の制御はマイコン８７が行う。なお、外部から入力
される映像信号（複合カラー映像信号）としては、テレビジョン放送に基づく映像信号の
みならず、カメラにより撮像された映像信号や、インターネット回線を介して供給される
映像信号なども使用可能であり、この液晶表示装置８００では、様々な映像信号に基づい
た画像表示が可能である。
【０２０７】
　液晶表示装置８００でテレビジョン放送に基づく画像を表示する場合には、図４６に示
すように、液晶表示装置８００にチューナー部９０が接続され、これによって本テレビジ
ョン受像機６０１が構成される。このチューナー部９０は、アンテナ（不図示）で受信し
た受信波（高周波信号）の中から受信すべきチャンネルの信号を抜き出して中間周波信号
に変換し、この中間周波数信号を検波することによってテレビジョン信号としての複合カ
ラー映像信号Ｓｃｖを取り出す。この複合カラー映像信号Ｓｃｖは、既述のように液晶表
示装置８００に入力され、この複合カラー映像信号Ｓｃｖに基づく画像が該液晶表示装置
８００によって表示される。
【０２０８】
　図４７は、本テレビジョン受像機の一構成例を示す分解斜視図である。同図に示すよう
に、本テレビジョン受像機６０１は、その構成要素として、液晶表示装置８００の他に第
１筐体８０１および第２筐体８０６を有しており、液晶表示装置８００を第１筐体８０１
と第２筐体８０６とで包み込むようにして挟持した構成となっている。第１筐体８０１に
は、液晶表示装置８００で表示される画像を透過させる開口部８０１ａが形成されている
。また、第２筐体８０６は、液晶表示装置８００の背面側を覆うものであり、当該表示装
置８００を操作するための操作用回路８０５が設けられると共に、下方に支持用部材８０
８が取り付けられている。
【０２０９】
　本アクティブマトリクス基板は、１つの画素領域に、第１および第２画素電極が設けら
れるとともに、１つの画素領域に対応して、データ信号線と、第１および第２走査信号線
と、上記データ信号線および第１走査信号線に接続された第１トランジスタと、上記デー
タ信号線および第２走査信号線に接続された第２トランジスタとが設けられ、上記第１画
素電極は、上記第１トランジスタを介して上記データ信号線に接続され、上記第２画素電
極は、上記第１画素電極に容量を介して接続されるとともに、上記第２トランジスタを介
して上記データ信号線に接続され、自段の画素領域に設けられた上記第１および第２画素
電極の少なくとも一方と、前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なく
とも一方との間に保持容量が形成されていることを特徴とする。
【０２１０】
　本アクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置では、１つの画素領域内の各画素電
極それぞれが、異なる走査信号線に接続されたそれぞれのトランジスタを介してデータ信
号線に接続されるため、信号電位を供給するタイミングを画素電極ごとに異ならせること
ができる。そのため、例えば、一方の画素電極へ正規の書き込み用の信号電位を供給する
前に、この画素電極に容量結合される他方の画素電極へ、トランジスタを介してデータ信
号線に電気的に接続して、信号電位（例えば、Ｖｃｏｍ）を供給することができる。
【０２１１】
　このように、正規の書き込みが行われる前に、トランジスタを介してデータ信号線に接
続される画素電極に容量結合される画素電極（容量結合電極）に対して、容量を介するこ
となくデータ信号線から信号電位を供給することができるため、この容量結合電極に蓄積
された電荷を放電（リフレッシュ）させることができる。そのため、この画素電極を含む
副画素の焼き付きの発生を抑えることができる。また、上記の構成によれば、従来のよう
に、トランジスタのチャネルＷ／Ｌ比を調整する必要がなく、同一のチャネルサイズでア
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クティブマトリクス基板を構成することができる。よって、トランジスタの特性のばらつ
きによる表示品位の低下を抑えることができるとともに、液晶パネルの共通化を図ること
ができる。
【０２１２】
　さらに、上記の構成では、自段の画素領域に設けられた画素電極の保持容量が、走査が
終了した前段の画素領域に対応して設けられた走査信号線（第１および第２走査信号線の
少なくとも一方）との間で形成されているため、保持容量の値を増大させることができる
とともに、保持容量の値の変動を抑えることができる。よって、表示品位の向上を図るこ
とができる。
【０２１３】
　本アクティブマトリクス基板では、１つの画素領域において、第１走査信号線には、表
示すべきデータ信号の信号電位を第１画素電極へ供給するための第１ゲートオンパルス信
号が供給され、第２走査信号線には、共通電極電位を第２画素電極へ供給するための第２
ゲートオンパルス信号が供給され、自段の画素領域に設けられた上記第１および第２画素
電極の少なくとも一方と、前段の画素領域に対応する第２走査信号線との間には保持容量
が形成されている構成とすることもできる。
【０２１４】
　本アクティブマトリクス基板では、上記第１トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比（チャ
ネル幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比）と、上記第２トランジスタのチャネルのＷ／Ｌ比（
チャネル幅Ｗのチャネル長Ｌに対する比）とが互いに等しい構成とすることもできる。
【０２１５】
　本アクティブマトリクス基板では、上記第１および第２画素電極の一方に電気的に接続
された結合容量電極を備え、該結合容量電極は、絶縁膜を介して、上記第１および第２画
素電極の他方と重なっている構成とすることもできる。
【０２１６】
　本アクティブマトリクス基板では、上記第１画素電極に電気的に接続された第１保持容
量電極と、第２画素電極に電気的に接続された第２保持容量電極とを備え、自段の画素領
域に対応する上記第１および第２保持容量電極は、絶縁膜を介して、上記前段の画素領域
に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも一方と重なっている構成とすることも
できる。
【０２１７】
　本アクティブマトリクス基板では、上記第１および第２トランジスタの導通電極と同層
に形成された結合容量電極と第１および第２保持容量電極とを備え、上記結合容量電極は
、上記第１および第２画素電極の一方に電気的に接続されているとともに、層間絶縁膜を
介して、上記第１および第２画素電極の他方と重なっており、自段の画素領域に対応する
上記第１保持容量電極は、上記第１画素電極に電気的に接続されているとともに、ゲート
絶縁膜を介して、上記前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも
一方と重なっており、自段の画素領域に対応する上記第２保持容量電極は、上記第２画素
電極に電気的に接続されているとともに、ゲート絶縁膜を介して、上記前段の画素領域に
対応する第１および第２走査信号線の少なくとも一方と重なっている構成とすることもで
きる。
【０２１８】
　本アクティブマトリクス基板では、層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第２画素
電極と重なる結合容量電極と、ゲート絶縁膜を介して上記前段の画素領域に対応する第１
および第２走査信号線の少なくとも一方と重なる第１および第２保持容量電極とを備え、
上記第１トランジスタの導通電極から引き出された第１引き出し配線と上記結合容量電極
とが同層で接続され、上記第１引き出し配線と上記第１画素電極とがコンタクトホールを
介して接続されているとともに、上記第１引き出し配線と上記第１保持容量電極とが同層
で接続されており、上記第２トランジスタの導通電極から引き出された第２引き出し配線
と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続され、上記第２保持容量電極から
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引き出された第３引き出し配線と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続さ
れている構成とすることもできる。
【０２１９】
　本アクティブマトリクス基板では、層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第２画素
電極と重なる結合容量電極と、ゲート絶縁膜を介して上記前段の画素領域に対応する第１
および第２走査信号線の少なくとも一方と重なる第１および第２保持容量電極とを備え、
上記第１トランジスタの導通電極から引き出された第１引き出し配線と上記第１画素電極
とがコンタクトホールを介して接続されているとともに、上記第１引き出し配線と上記第
１保持容量電極とが同層で接続されており、上記第２トランジスタの導通電極から引き出
された第２引き出し配線と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続され、上
記第２保持容量電極から引き出された第３引き出し配線と上記結合容量電極とが同層で接
続されているとともに、上記第３引き出し配線と上記第２画素電極とがコンタクトホール
を介して接続されている構成とすることもできる。
【０２２０】
　本アクティブマトリクス基板では、層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第１画素
電極と重なる第２結合容量電極と、層間絶縁膜を介して自段の画素領域の上記第２画素電
極と重なる第１結合容量電極と、ゲート絶縁膜を介して上記前段の画素領域に対応して設
けられた第１および第２走査信号線の少なくとも一方と重なる第１および第２保持容量電
極とを備え、上記第１トランジスタの導通電極から引き出された第１引き出し配線と上記
第１結合容量電極とが同層で接続され、上記第１引き出し配線と上記第１画素電極とがコ
ンタクトホールを介して接続されているとともに、上記第１保持容量電極から引き出され
た第２引き出し配線と上記第１画素電極とがコンタクトホールを介して接続されており、
上記第２トランジスタの導通電極から引き出された第３引き出し配線と上記第２画素電極
とがコンタクトホールを介して接続され、上記第２保持容量電極から引き出された第４引
き出し配線と上記第２結合容量電極とが同層で接続されているとともに、上記第４引き出
し配線と上記第２画素電極とがコンタクトホールを介して接続されている構成とすること
もできる。
【０２２１】
　本アクティブマトリクス基板では、走査信号線の延伸方向を行方向とすれば、２本の走
査信号線は行方向に並ぶ２つの画素領域に対応し、各画素領域には２つの画素電極が列方
向に並べられ、行方向に隣接する２つの画素電極の一方に接続されるトランジスタが上記
２本の走査信号線の一方に接続され、上記２つの画素電極の他方に接続されるトランジス
タが上記２本の走査信号線の他方に接続されている構成とすることもできる。
【０２２２】
　本アクティブマトリクス基板では、自段の画素領域に設けられた上記第１保持容量電極
と、上記前段の画素領域に対応する第１および第２走査信号線の少なくとも一方との重な
り面積が、自段の画素領域に設けられた上記第２保持容量電極と、上記前段の画素領域に
対応して設けられた第１および第２走査信号線の少なくとも一方との重なり面積に等しく
なっている構成とすることもできる。
【０２２３】
　本アクティブマトリクス基板では、１つの画素領域は、各画素電極に対応する副画素領
域により構成され、各副画素領域は、液晶層に電圧が印加されたときの液晶分子のチルト
方向が予め決められた第１方向である第１液晶ドメイン、第２方向である第２液晶ドメイ
ン、第３方向である第３液晶ドメイン、および第４方向である第４液晶ドメインにそれぞ
れ対応する、第１～第４領域を有し、上記結合容量電極は、上記第１～第４領域の内の隣
り合う領域どうしの境界と重なっている構成とすることもできる。
【０２２４】
　本アクティブマトリクス基板では、１つの画素領域は、これを横切る上記第１走査信号
線によって２つの部分に分けられ、その一方に上記第１画素電極が配されているとともに
、他方に上記第２画素電極が配されている構成とすることもできる。
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【０２２５】
　本アクティブマトリクス基板では、１つの画素領域に、第３画素電極をさらに備え、上
記第３画素電極は、上記第１画素電極と電気的に接続されている構成とすることもできる
。
【０２２６】
　本アクティブマトリクス基板では、１つの画素領域に、第３画素電極をさらに備え、上
記第３画素電極は、上記第１画素電極に容量を介して接続されるとともに、上記第２画素
電極と電気的に接続されている構成とすることもできる。
【０２２７】
　本アクティブマトリクス基板では、上記第１～第３画素電極は、上記第１画素電極の少
なくとも一部が、上記第１走査信号線に近接し、上記第３画素電極の少なくとも一部が、
上記第２走査信号線に近接し、上記第２画素電極の一方の端部が上記第１走査信号線に近
接するとともに、他方の端部が上記第２走査信号線に近接するように配されている構成と
することもできる。
【０２２８】
　本アクティブマトリクス基板では、上記第１～第３画素電極は、上記第２画素電極の少
なくとも一部が、上記第１走査信号線に近接し、上記第３画素電極の少なくとも一部が、
上記第２走査信号線に近接し、上記第１画素電極の一方の端部が上記第１走査信号線に近
接するとともに、他方の端部が上記第２走査信号線に近接するように配されている構成と
することもできる。
【０２２９】
　本アクティブマトリクス基板では、液晶表示装置に適用された場合に、上記第１画素電
極を含む副画素が明副画素となり、上記第２画素電極を含む副画素が暗副画素となる構成
とすることもできる。
【０２３０】
　本アクティブマトリクス基板では、液晶表示装置に適用された場合に、上記第１および
第３画素電極を含む副画素が明副画素となり、上記第２画素電極を含む副画素が暗副画素
となる構成とすることもできる。
【０２３１】
　本アクティブマトリクス基板では、液晶表示装置に適用された場合に、上記第１画素電
極を含む副画素が明副画素となり、上記第２および第３画素電極を含む副画素が暗副画素
となる構成とすることもできる。
【０２３２】
　本アクティブマトリクス基板では、上記層間絶縁膜は、上記結合容量電極と重なる部分
の少なくとも一部が薄くなっている構成とすることもできる。
【０２３３】
　本アクティブマトリクス基板では、上記ゲート絶縁膜は、上記保持容量電極と重なる部
分の少なくとも一部が薄くなっている構成とすることもできる。
【０２３４】
　本アクティブマトリクス基板では、上記層間絶縁膜は、無機絶縁膜と有機絶縁膜とから
なるが、上記結合容量電極と重なる部分の少なくとも一部については、有機絶縁膜が除去
されている構成とすることもできる。
【０２３５】
　本アクティブマトリクス基板では、上記ゲート絶縁膜は、無機絶縁膜と有機絶縁膜とか
らなるが、上記保持容量電極と重なる部分の少なくとも一部については、有機絶縁膜が除
去されている構成とすることもできる。
【０２３６】
　本アクティブマトリクス基板では、上記有機絶縁膜には、アクリル樹脂、エポキシ樹脂
、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ノボラック樹脂、およびシロキサン樹脂の少なく
とも１つが含まれている構成とすることもできる。
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【０２３７】
　本液晶表示装置は、上記いずれかに記載のアクティブマトリクス基板を備え、表示中に
上記第２走査信号線が少なくとも１回選択されることを特徴とする。
【０２３８】
　これにより、表示中に少なくとも１回は、第１トランジスタを介してデータ信号線に接
続される第１画素電極に容量結合される第２画素電極を、第２トランジスタを介してデー
タ信号線に電気的に接続することができるため、第２画素電極に蓄積された電荷を放電（
リフレッシュ）させることができる。そのため、第２画素電極を含む副画素の焼き付きの
発生を抑えることができるとともに、表示品位の低下を抑えることができる。
【０２３９】
　本液晶表示装置では、上記第２トランジスタがオフするときに、上記データ信号線に共
通電極電位が供給されている構成とすることもできる。
【０２４０】
　本液晶表示装置では、上記第２トランジスタがオフするときに上記第１トランジスタが
オン状態であるか、あるいは、上記第２トランジスタがオフするときに上記第１トランジ
スタが同時にオフする構成とすることもできる。
【０２４１】
　本液晶表示装置では、上記第２トランジスタがオフするときに、第１および第２画素電
極の電位を実質的に共通電極電位にする構成とすることもできる。
【０２４２】
　本液晶表示装置では、上記第１走査信号線に供給される第１ゲートオンパルス信号と、
上記第２走査信号線に供給される第２ゲートオンパルス信号とは、同一の水平走査期間内
でアクティブになるとともに、上記第２ゲートオンパルス信号は、そのパルス幅が上記第
１ゲートオンパルス信号のパルス幅未満であり、かつ、上記第１ゲートオンパルス信号が
非アクティブになる前に非アクティブになる構成とすることもできる。
【０２４３】
　本液晶表示装置では、上記第１走査信号線に供給される第１ゲートオンパルス信号、お
よび、上記第２走査信号線に供給される第２ゲートオンパルス信号は、表示すべきデータ
信号の信号電位が上記第１画素電極へ供給される期間よりも一水平走査期間前にアクティ
ブになるとともに、上記第２ゲートオンパルス信号は、上記第１ゲートオンパルス信号が
アクティブの間に非アクティブになる構成とすることもできる。
【０２４４】
　本液晶表示装置では、各フレームにおいて、１画素領域内の全ての画素電極へ、少なく
とも２回、共通電極電位を供給する構成とすることもできる。
【０２４５】
　本液晶表示装置では、各フレームにおいて、表示すべきデータ信号の信号電位が上記第
１画素電極へ供給されてから、２／３フレーム期間経過後に、１画素領域内の全ての画素
電極へ、少なくとも２回、共通電極電位を供給する構成とすることもできる。
【０２４６】
　本液晶表示装置では、各データ信号線に供給されるデータ信号の信号電位の極性は、一
水平走査期間ごとに反転し、上記データ信号の信号電位の極性が反転するときに、所定期
間だけ各データ信号線へのデータ信号の供給が遮断されるとともに、各データ信号線が互
いに短絡され、上記第１および第２トランジスタは、上記所定期間内でオン状態である構
成とすることもできる。
【０２４７】
　本液晶表示装置では、各走査信号線を駆動する走査信号線駆動回路を備え、上記第１お
よび第２走査信号線それぞれに供給される第１および第２ゲートオンパルス信号は、上記
走査信号線駆動回路が有する１つのシフトレジスタの同一段からの出力を用いて生成され
ている構成とすることもできる。
【０２４８】
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　本液晶表示装置では、上記走査信号線駆動回路は、上記シフトレジスタと、列方向に並
ぶ複数の論理回路と、出力回路とを備え、上記論理回路に入力される、上記シフトレジス
タの出力と上記走査信号線駆動回路の出力を制御する出力制御信号とに基づいて、上記出
力回路から出力される上記第１および第２ゲートオンパルス信号のパルス幅が決定される
構成とすることもできる。
【０２４９】
　本液晶表示装置では、上記第１画素電極に供給される信号電位の極性は、１フレーム単
位で反転する構成とすることもできる。
【０２５０】
　本液晶表示装置では、第１データ信号線に供給される信号電位の極性が一水平走査期間
ごとに反転する構成とすることもできる。
【０２５１】
　本液晶表示装置では、同一水平走査期間においては、第１データ信号線およびこれに隣
接するデータ信号線それぞれに、逆極性の信号電位が供給される構成とすることもできる
。
【０２５２】
　本液晶表示装置では、上記いずれかに記載のアクティブマトリクス基板を備え、所定の
フレームでは、上記第１および第２走査信号線の一方を走査することでトランジスタを介
してこれに接続する画素電極に信号電位を書き込み、所定のフレーム以外のフレームでは
、上記第１および第２走査信号線の他方を走査することでトランジスタを介してこれに接
続する画素電極に信号電位を書き込む構成とすることもできる。
【０２５３】
　本液晶表示装置では、１つの画素に設けられた第１および第２画素電極に共通電極電位
を供給した状態で、一方の画素電極に接続するトランジスタをオフし、その後に他方の画
素電極に信号電位を書き込む構成とすることもできる。
【０２５４】
　本液晶表示装置では、連続する２フレームについて、最初のフレームでは、上記第１お
よび第２画素電極に共通電極電位を供給した状態で、上記第２画素電極に接続するトラン
ジスタをオフし、その後に上記第１画素電極に信号電位を書き込み、次のフレームでは、
上記第１および第２画素電極に共通電極電位を供給した状態で、上記第１画素電極に接続
するトランジスタをオフし、その後に上記第２画素電極に信号電位を書き込む構成とする
こともできる。
【０２５５】
　これにより、各フレームにおいて明副画素と暗副画素とを市松状に配するとともに、明
副画素と暗副画素とを１フレーム単位で入れ替えることができるため、表示品位の向上を
図ることができる。
【０２５６】
　本液晶表示装置では、上記第１および第２走査信号線のうち信号電位を書き込む際に選
択される方の走査信号線を、１フレームごとに切り替えるとともに、同一画素に対応する
信号電位の極性を、２フレームごとに反転させるか、あるいは、上記第１および第２走査
信号線のうち信号電位を書き込む際に選択される方の走査信号線を、連続する２フレーム
ごとに切り替えるとともに、同一画素に対応する信号電位の極性を、１フレームごとに反
転させる構成とすることもできる。
【０２５７】
　本液晶パネルは、上記アクティブマトリクス基板を備えることを特徴とする。本液晶表
示ユニットは、上記液晶パネルとドライバとを備えることを特徴とする。本液晶表示装置
は、上記液晶表示ユニットと光源装置とを備えることを特徴とする。本テレビジョン受像
機は、上記液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナー部とを備えることを
特徴とする。
【０２５８】
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　本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基
づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含
まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２５９】
　本発明のアクティブマトリクス基板およびこれを備えた液晶パネルは、例えば液晶テレ
ビに好適である。
【符号の説明】
【０２６０】
　５ａ・５ｂ　液晶パネル
　１１ａ・１１ａ′・１１ｂ・１１ｂ′　コンタクトホール
　１２ａ～１２ｆ・１２Ａ～１２Ｆ　トランジスタ
　１５ｘ　１５Ｘ　データ信号線
　１６ａ～１６ｆ　走査信号線
　１７ａ～１７ｆ　画素電極
　１７Ａ～１７Ｆ　画素電極
　１７ａ′～１７ｆ′　画素電極
　１７Ａ′～１７Ｆ′　画素電極
　２１　有機ゲート絶縁膜
　２２　無機ゲート絶縁膜
　２４　半導体層
　２５　無機層間絶縁膜
　２６　有機層間絶縁膜
　３７ａ・３７ａｖ・３７ａｈ　結合容量電極
　３７ｂ・３７ｂｖ・３７ｂｈ　結合容量電極
　３８ａ・３８ｂ・３８ｅ・３８ｆ　保持容量電極
　７７ａ・７７ａ′・７７ｂ・７７ｂ′　コンタクト電極
　８４　液晶表示ユニット
　１００～１０５　画素
　６０１　テレビジョン受像機
　８００　液晶表示装置
　Ｃ１００～Ｃ１０５　結合容量
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